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V135PL -V 136 PL

Galliumarsenidphosphid-Lumineszenzdioden
GaAsP Red Light Emitting Diodes

Anwendung: Rotleuchtende Diode fir aligemeine Anzeigezwecke

Application:  Red light emitting diode for general indicating purposes

Besondere Merkmale: Features:

® Kunststoffgehause @ Plastic case

@ Axiale Anschlisse @ Axial terminals

@ Anschlisse fur ,wire-wrap”-Verbindungen ® Suitable for wire-wrap connections
geeignet

@ Hohere Lebensdauererwartung als ® Long life compared with filament lamps
Glihlampen

® Erschiitterungsunempfindlich @ Vibration resistant

@ TTL-kompatibel ® TTL-compatible

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Zubehor - Accessories

Montagehdilse

Mounting clip Best.-Nr. 562136

Haltering

Retainer ring Best.-Nr. 562135

Abstrahlwinkel
Angle of half intensity

V 135PL «a = 30°
— o
EMITTIERENDE FLACHE V136PL a =55

] f-— ~
‘ { Spezialgehéduse

_______ Special case

V 135PL  Kunststoff weiB, klar
V 136 PL  Kunststoff weiB, matt

s Gewicht - Weight
max. 0,4 g

B 2/V.2.346/0474A2 95



V135PL- V136PL

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung
Reverse voltage

DurchlaBstrom
Forward current

StoBdurchlaBstrom
Forward surge current
p < 10ps
Verlustleistung
Power dissipation
’amb < 25°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Maximal zuléssige Lottemperatur
Soldering temperature, maximal
t<3s
Abstand vom Gehause = 2 mm
Distance to the case

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Optische und elektrische KenngréoBen

Optical and electrical characteristics
tamp = 25°C
Lichtstarke

Luminous intensity
Ig = 20mA

Wellenldange der maximalen Emission

Peak wavelength emission
Spektrale Halbwertsbreite
Spectral half bandwidth

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 20mA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Ig = 100 pA
Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance

U=0,f= 500kHz

*) AQL = 0,65%

96

Isd

LSTATY

Ug*)

Usr)"

0,8
15

50

10

100
100

—25..+100

245

Typ.

16
3,0
660

20

16

130

Max.

250

2,0

mA

mwW
°C

°C

°C

°C/W

mcd
mcd
nm

nm

pF



V 135PL - V 136 PL
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V135PL - V136 PL

0,81

0,61
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<@> V138P -V 139P

Galliumarsenidphosphid-Lumineszenzdioden
GaAsP Red Light Emitting Diodes

Anwendung: Rotleuchtende Diode fir aligemeine Anzeigezwecke

Application:  Red light emitting diode for general indicating purposes

Besondere Merkmale: Features:
® Miniatur-Kunststoffgehause ® Miniature plastic case
® Hohe Packungsdichte méglich ® High package capacity
@ Hohere Lebensdauererwartung als @ Long life compared with filament lamps
Gliihlampen
@ Erschutterungsunempfindlich @ Vibration resistant
@ TTL-kompatibel @ TTL-compatible

Vorléufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE BLAU MARKIERT
CATHODE BLUE MARKED

0,45 —» a—

LINSE

LENS —j

218 E]EZA
28

0,25 dick
/ thickness

Abstrahlwinkel
Angle of half intensity

V138P a= 25°
V139P ¢ = 40°

=17 K
H 07 Spezialgehause

I

18, 2 Special case

185 N .

—=*™ =\ EMITTIERENDE FLACHE V 138P Kunststoff weiB, klar
6183 IRRADIANT AREA V 139P  Kunststoff weiB, matt

Gewicht - Weight
max. 0,04 g

B 2/V.2.347/0474A2
99



V138P - V139P

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung
Reverse voltage

DurchlaBstrom
Forward current

StoBdurchlaBstrom
Forward surge current
' < 1ps

Verlustleistung
Power dissipation
tamb < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Maximal zulassige Léttemperatur
Soldering temperature, maximal
t<3s
Abstand vom Gehause = 2 mm
Distance to the case

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

lamb = 25°C

Lichtstarke
Luminous intensity
Ig = 20mA V139 P

vV138P

Wellenldnge der maximalen Emission
Peak wavelength emission

Spektrale Halbwertsbreite
Spectral half bandwidth

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 20mA

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 pA

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance
U =0, f= 500kHz

*) AQL = 0,65%

100

Ur 5

Ig 50

Irsm ' 10

Py 100

t 100

Istg -25..+100

lsg 245
Min. Typ.

L") 08 16

1,%) 15 30

iy 660

Y 20

Ug*) 16

Uer)") 5

C 130

Max.

20

mA

mwW
°C

°C

°C

mcd
med

nm

nm

pF



V138P -V 139P
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V138P - V139P
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V168 P
V169 P
V170 P

siehe Seite 49
see page 49
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V178 P
V179 P
V180P

siehe Seite 77
see page 77
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Empféanger Detectors
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BPW 12

Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode

Anwendung: Empféanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen

Application: Detector in electronic control and drive circuits

Besondere Merkmale: Features:

@ Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb @ Forphotodiodeandphotovoltaiccelloperation

® Hermetisches Gehause ® Hermetically sealed case

@ Planfenster ® Flat window

@ Fir die Bereiche der sichtbaren und nahen @ Suitable for visible and near infrared
infraroten Strahlung geeignet radiation

® Fir weitreichende Lichtschranken mit ® Long range light barrier with additional
zusétzlichen optischen Systemen optics

® Hohe Fotoempfindlichkeit ® High sensitivity

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

PLANFENSTER
K/-  FLAT WINDOW

Strahlungsempfindliche Flache A4 = 3,8 mm?
Radiant sensitive area

Offnungswinkel a« = 70°
Angle of half sensitivity

YRR,

/——l 265 Minuspol/Kathode mit Geh&duse verbunden
’ Negative terminal/cathode connected with case
STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE

RADIANT SENSITIVE AREA

~ JEDEC TO 18
Gewicht - Weight

max. 0,5g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung UR 50 \'
Reverse voltage
Umgebungstemperaturbereich famb —25..+100 °C

Ambient temperature range

B 2/V.2.411/0175A1 109




BPW 12

Wiérmewidersténde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung Ringa
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause Ringc
Junction case

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

Fot

famb = 25°C

oelement-Betrieb

Photovoltaic cell operation

Leerlaufspannung
Open circuit voltage
Ep = 1001x?)
Ep = 1kix?Y)
Ep = 10Kkix?)

Temperaturkoeffizient von U,
Temperature coefficient of Uy,
Ep = 1kix?) TKyo

KurzschluBstrom
Short circuit current
EA = 1klx1), RL= 100Q Ik')

KurzschluBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit
Ep = 1kix?), R =100Q Sk

*)

ARCH

Temperaturkoeffizient von I
Temperature coefficient of I .

Ep = 1kix?), R =100Q TK |k
Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance

U=0, f=10kHz, Ep =0 Cj

Schaltzeiten
Switching characteristics

110

Iph =100 pA, R = 1kQ, siehe MeBschaltung
see test circuit

Anstiegszeit t
Rise time

Abfalizeit tg
Fall time

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)

280

Typ.

300
350
400

15

15

01

140

Max.
400 °C/W
80 °C/W

mV
mvV
mV

mv/°C

pA

nA/Ix

%/°C

pF

&)

s



BPW 12

1A
L s
0 lph Iph = 100 pA,

durch Abstand ,a” einstellen

—_— djusted th h distance ,a’
RG= 50Q Ga As-Diode —_— adjuste roug
Oscilloscope
t
[

—=0,02 a——y O  Rz1MC

T Channel 1 J’-—O © ¢, =20pF

tp= 20 s Kanal Il L

Channel 1]
50Q 1kQ
76,1473
——

MeBschaltung fiir: p
Test circuit for: rf
Fotodioden-Betrieb Min. Typ. Max.

Photodiode operation

Dunkelsperrstrom
Reverse dark current
Ug=20V,Ep =0 Lo 30 nA

Hellsperrstrom
Light reverse current
Ug = 20V, Ep = 1Kkix?) Ig™) 10 18 pA

Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
Ug =20V, Ep = 107..10%Ix1) s 18 nA/Ix

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
IR = 100 pA, EA =0 U(BR)*) 50 \

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance
U= 20V, f=10kHz, Ep =0 Ci 23 pF

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb
Photovoltaic cell and photodiode operation

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit lp 850 nm
Peak wavelength sensitivity
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) ios 580...1050 nm

Range of spectral bandwidth (50%)

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)



BPW 12
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BPW 13 - BPW 14

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistors

Anwendung: Empféanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen

Application:  Detector in electronic control and drive circuits

Besondere Merkmale:
® Hermetisches Gehéuse
® BPW 13 - Planfenster; BPW 14 - Linse

@ Fur die Bereiche der sichtbaren und der
nahen infraroten Strahlung geeignet

@ Fur weitreichende Lichtschranken mit zu-
sétzlichen optischen Systemen

@ Basis herausgefihrt

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

PLANFENSTER
c FLAT WINDOW

—~
i

E

J

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA

BPW 13

LINSE

254 g¢4894

f=-6,2
STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA

BPW 14

B 2/V.2.381/0175A1

Features:

@ Hermetically sealed case
® BPW 13 — flat window,; BPW 14 — lens

@ Suitable for visible and near infrared
radiation

® Long range light barrier with an additional
optic
@ Base terminal is available

Offnungswinkel BPW 13 o = 80°
Angle of half sensitivity BPW 14 o = 25°

Kollektor mit Gehduse verbunden
Collector connected with case

~ JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 0,59

113




BPW 13 - BPW 14

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Koliektor-Basis-Sperrspannung Ucso 32
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCEO 32
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5
Emitter-base voltage

Kollektorstrom Ic 50
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Peak collector current

tTp =051 < 10ms Icm 100
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

tamb < 256°C Piot 375
Sperrschichttemperatur 4 175

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+175
Storage temperature range

1 73084 ™
Ptot
A\
08
W \
os \
Rinsc
\
04
\
\
NRthia
02 ) N \\
™.
N
Q
(o] 50 100 150°C
lamb‘case”

114



BPW 13 - BPW 14

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung RingA 400 °C/W
Junction ambient
Sperrschicht-Geh&duse Rinjc 160 °C/W

Junction case

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

famb = 25°C

Kollektor-Hellstrom
Collector light current

Ucg=5V, Gruppe / Group A BPW 13 I 0,2 0,4 mA
Ep = 1KkIx b} BPW 14 Ieg™ 2 4
Gruppe / Group B BPW 13 Iea™ 0,3 0,6
BPW 14 Ica™ 3 6
Gruppe / Group C BPW 13 Ica™ 0,5
BPW 14 Ica™ 5
Kollektor-Dunkeistrom
Collector dark current
Ucg=20V,Ep=0 Ieo™ 10 100 nA
Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
Ucg=5V, Gruppe / Group A BPW 13 s 0,2 0,4 pA/ix
Ep = 1kix D) BPW 14 s 2 4 pA/ix
Gruppe / Group B BPW 13 s 0,3 0,6 pA/Ix
BPW 14 s 3 6 pA/ix
Gruppe / Group C BPW 13 s 0,5 pA/IX
BPW 14 s 5 pA/Ix
Wellenldnge der maximalen Empfindlichkeit '1p 780 nm

Peak wavelength sensitivity
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 05 520 ... 950 nm
Range of spectral bandwidth (50%) !
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter
Ic=1mA U(BR)CEO*) 32 \
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter

Ic =0,1mA, Ep = 1KiIx") BPW 13 UcEsat™ 0,3 \
Ic =0,1mA, Ep = 1kiIx") BPW 14 UcEsat® 03 v
Grenzfrequenz
Cut-off frequency
Ic=5mA Ug=5V,R_=100Q fg 170 kHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Capacitance, collector-emitter
UCE = 5V, f =1 MHZ, EA =0 CCEO 45 DF

*) AQL = 0,65% ') Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)
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BPW 13 - BPW 14

Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics
Us=5V,Ic=5mA R =100Q, siehe MeBschaltung
see test circuit

Verzdgerungszeit q 18
Delay time

Anstiegszeit Iy 16
Rise time

Einschaltzeit ton 34
Turn-on time

Speicherzeit tg 0,3
Storage time

Abfallzeit t 17

Fall time

Ausschaltzeit Loff 2,0
Turn-off time

_J_[ I
I
] F Yic Io=5mA,

RG =50Q durch Abstand a"einstellen
o adjusted through distance ,a”
T =002 Ga As-Diode - <

p=20us ° Oscilloscope

Kanal | R 21MQ
Channel I 4 o CL5 20 pF
Kanal Il
Channel 11
50 Q 100 Q
76 14 70 Ttk
a —p

MeBschaltung fir: it
Test circuit for: rf
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BPW 13 - BPW 14
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BPW 13 - BPW 14
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BPW 13 - BPW 14
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BPW 13 - BPW 14
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<@> BPW 16 - BPW 17

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistors

Anwendung: Empfanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen

Application:  Detector in electronic control and drive circuits

Besondere Merkmale: Features:
@ Miniatur-Kunststoffgehause ® Miniature plastic case
@ GroBer Offnungswinkel (80°) bei BPW 16 ® Wide radiation angle (80°) — BPW 16
® Durch kleinen Offnungswinkel bei BPW 17 @ Insensitive against background light due to
von 25° unempfindlich gegen Streulicht- narrow aperture (25°) — BPW 17
einflusse @ Suitable for visible and near infrared
@ Fir die Bereiche der sichtbaren und der radiation
nahen infraroten Strahlung geeignet @ Suitable for 0.1" (2.54 mm) center-to-center
@® Montage im Rasterabstand 0,1” (2,54 mm) spacing
mdglich

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KOLLEKTOR ROT MARKIERT KOLLEKTOR ROT MARKIERT
COLLECTOR RED MARKED COLLECTOR RED MARKED

05 -— —a{ ~—0,55
o,s»Jﬁ —’[

i
fim
218 524
28

| | N, BPW 16 o — 80°
¢ BPW 17 o = 25°

16 12
1,15\ 135L\ o

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE Spezialg'ehé'ause
RADIANT SENSITIVE AREA 6545 RADIANT SENSITIVE AREA 6547 Special case
Kunststoff klar

,Miniplast”

Clear plastic

BPW 16 BPW 17 Gewicht - Weight

max. 0,04 g

T
i

0,25 dick
| thickness

o)

Offnungswinkel
Angle of half sensitivity

B 2/V.2.383/0175A1 121



BPW 16 - BPW 17

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Kollektor-Sperrspannung
Emitter-collector voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Peak collector current
t
p
T p < 10ms
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb < 25°C

=05, ¢

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Maximal zulassige Léttemperatur
Soldering temperature, maximal
t<3s

Abstand vom Gehéause = 2 mm
Distance to the case

Uceo

Ueco

32

50

100

50
100

—25..+100

245

mA

mA

mwW
°C

°C

°C



BPW 16 - BPW 17

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung

Rinia 1500 °C/W
Junction ambient

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

tamb = 25°C

Kollektor-Hellstrom
Collector light current

Uce = 5V, Ep = 1kix?) BPW 16
BPW 17
Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current

Ugg = 20V, Ep =0

Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
Ucg = 5V, Ep = 1kix?) BPW 16

BPW 17

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit
Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%)
Range of spectral bandwidth (50%)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter
IC =1mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter
Ic = 0,1mA, Ep = 1kix1)
I = 1mA, Ep = 1kixY)

BPW 16
BPW 17

Grenzfrequenz
Cut-off frequency
Ic =5mA, Ug = 5V,R_=100Q

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Capacitance, collector-emitter
UCE =5V, f=1MHz, EA =0

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)

Iea’)

*
ca)

ICO ")

UsRryceo™

Ucesat)
UcEsat™

fq

Cceo

0,2
15

0,2
15

10

04
3

780

520..950

170

45

mA
mA

200 nA

pA/Ix
pA/Ix

nm

nm

0,3 Vv
0,3 \

kHz

pF
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BPW 16 -

BPW 17

Schaltzeiten

Switching characteristics

US =5V, IC =5mA, RL =100 Q, siehe MeBschaltung
see test circuit

Verzégerungszeit q
Delay time
Anstiegszeit 7%
Rise time
Einschaltzeit ton
Turn-on time
Speicherzeit tg
Storage time
Abfallzeit If
Fall time
Ausschaltzeit toff

Turn-off time

Typ. Max.

18

16

3,4

0,3

1,7

2,0

J—E o
I
0 l Ic [.=5mA,

RG=500Q
1

L.

7 =002

fp =20 ps

76 14 70 Tfk

MeBschaltung fur:
Test circuit for:

124
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BPW 16 - BPW 17
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BPW 16 - BPW 17
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BPW 16/9 - BPW 17/9

Neunteilige Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistorzeilen
9-Element Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistor Arrays

Anwendungen: Lochstreifenabtastung

Applications: Punched card and tape readers

Besondere Merkmale:

@ Kunststoffgehause

@ Fir die Bereiche der sichtbaren und der
nahen infraroten Strahlung geeignet

@ Matchingfaktor 0,5..1,0

@ Rasterabstand 0,1 (2,54 mm)

@ Beliebig zu verschalten, alle Emitter- und
Kollektoranschlusse einzeln herausgefihrt

@ Gute mechanische Justiermdglichkeiten
@ Kompatibel mit CQY 36/9 bzw. CQY 37/9

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA

i
Juis

KOLLEKTOR ROT MARKIERT,

COITICTOR RTD VM ARKED 0.25x0.55 = l=-e-i=—0.26x0.7

000000006, *
oY ean i
[ s Sae ] f
BPW 16/9

s

|
I

|

|

|

|

4

ﬂf/

TI— —
|

|

L

|

4

B 2/V.2.384/0175A1

Features:

@ Plastic case

@ Suitable for visible and near infrared
radiation

@ Matching factor 0.5..1.0

® Center-to-center spacing 0.1"” (2.54 mm)

@ Flexible circuit design due to separate
emitter and collector terminals

® Precise mechanical alignment

@ Compatible with CQY 36/9 and CQY 37/9

LINSE

/LENS

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA ™~

1T an nr\mr\r\r\"z;*
By B et B

31

] J )

A~
e
e

o

. i
KOLLEKTOR ROT MARKIERT,~ I i
COLTTCTIOR RED M TRRID 0.25x0.55 = l=eli=-025x07

QOVOOOOOC], *
o

6.9
G s 1
- - 8x254 et

15

—— 234 e 6567

BPW 17/9

Offnungswinkel BPW 16/9 o = 80°
Angle of half sensitivity BPW 17/9 o = 25°

Spezialgehause

Special case

Grundkorper:

Kunststoff, lichtundurchlassig
Body:

Opaque radiation plastic
Gewicht - Weight

max. 0,8 g
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BPW 16/9 - BPW 17/9

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 32 \"
Collector-emitter voltage

Emitter-Kollektor-Sperrspannung Ueco 5 \
Emitter-collector voltage

Kollektorstrom Ic 50 mA
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Peak collector current
t
p
? = 0,5, tp < 10ms ]CM 100 mA
Verlustleistung, nur ein Transistor in Betrieb
Power dissipation,
with only one transistor in operation

’amb < 25°C PV 50 mwW
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
P 200 mwW
tamb < 25°C tot
Sperrschichttemperatur fi 100 °C

Junction ambient

Lagerungstemperaturbereich Istg —25..+100 °C
Storage temperature range

Maximal zulassige Lottemperatur
Soldering temperature, maximal
t<3s

Abstand vom Gehause = 2 mm Isd 245 °C
Distance to the case
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BPW 16/9 - BPW 17/9

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung,

nur ein Transistor in Betrieb RingA 1500 °C/W
Junction ambient,

with only one transistor in operation

Sperrschicht-Umgebung, gesamte Zeile RinJAtot 375 °C/W
Junction ambient, total

Optische und elektrische KenngroBen
Optical and electrical characteristics

’amb = 25°C

Kollektor-Hellstrom
Collector light current

Ucg = 5V, Ep = 1kix?) BPW 16/9 Ieg") 0,2 04 mA
BPW 17/9 Iea™) 15 3,0 mA
Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current
UG = 20V, Ep =0 Io™) 10 200 nA
Matchingfaktor
Matching factor Icamin ,
Ucg = 5V, Ep = 1KixY) m=7——") 05 10
camax
Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
Ucg = 5V, Ep = 1Kix?) BPW 16/9 s 0,2 0,4 pA/Ix
BPW 17/9 s 15 3,0 pA/Ix
Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit lp 780 nm

Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) }.0 5 520..950 nm
Range of spectral bandwidth (50%) ’

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter
Ic=1mA U(BR)CEO *) 32 \"

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter

Ic = 0,1 mA, Ep = 1kix?) BPW 16/9 UcEsat ™) 0,3 Vv
Ic = 1mA, Ep = 1kix?) BPW 17/9 UcEsat™) 0,3 \"
Grenzfrequenz
Cut-off frequency
Ic = 5mA, Ug =5V, R_= 100 fq 170 kHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Capacitance, collector-emitter
Ucg = 5V.f =1MHz, Ep =0 Cceo 4,5 pF

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A

Standard illuminant A (!N 5033/IEC 306-1)
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BPW 16/9 - BPW 17/9

Schaltzeiten

Min. Typ. Max.
Switching characteristics
Ug=5V,Ic=5mA R_=100Q, siehe MeBschaltung
see test circuit

Verzdgerungszeit iq 18
Delay time
Anstiegszeit I 16
Rise time
Einschaltzeit fon 3,4
Turn-on time
Speicherzeit ls 0,3
Storage time
Abfallzeit I 1,7
Fall time
Ausschaltzeit toff 2,0
Turn-off time

_,_I_i o
I
0 F Ic Ic=5mA,

RG =50 Q durch Abstand a"einstellen

o adjusted through distance ,a”
T =002 Ga As-Diode —

'p=20us ° Oscilloscope

é(hanal II ; RL 21 MQ
anne L o CLi 20 pF
Kanal I
Channel 11
50 Q 100 Q
76 14 70 Ttk
a —p|

MeBschaltung fiir:

Test circuit for: v 'f
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BPW 16/9 - BPW 17/9
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BPW 16/9 - BPW 17/9

11— 731379 ™ 1+ 731380 ™
? BPW 16/9 ? BPW 17/9
L | I | )i L L
¢ T T T_ ca I
lamp=26 °C lamb™25 °C
1
Epm I
o Ep=10kix
1 ot
// 3kix -1
1 10 Skix
mA 7 mA
y 4
y
/ 1kix
[ / 1kix
lind
oM 300 ix 1 1
i 300 Ix
7/
I/
[
/ 100 Ix 1 / o
001 o1 /
02 04 o6V (o] 02 04 o6V
e " Uce —
f ] I I , 731407 ™ ? HH?H[ T ; i 761894
1 s =sv 1 1 - loff 'Ll'
ton' lp =50ps on’ ‘of f Ug=20V i
off ‘% - 0.05 1p= 200 s
10 L
I T = 0,01
ke _I,,,, 100 r L
= loff us H
8 \ lea=1mA g 7!,
reugrenzen 2
e \ 10 ?r‘a/lw:gng limits w\\ L/¥;,v
R =s5000 T— > ]
- ,A' 111
4 — - P
T Iea=10 mA
NN 1 T | 1
A\ 100 Q
2 ™ T
%501 01 kQ
o 3 6 9 12mA ' ' ! R —=
e—

134



BPW 16/9 - BPW 17/9
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BPW 19 - BPX 58

Zehnteilige Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistorzeile
10 Element Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistor Array

Anwendungen: Abtastgerate, Lochstreifenleser

Applications: Scanning equipments, tape readers

Besondere Merkmale: Features:
® Kunststoffgehause @ Plastic case
® Fur die Bereiche der sichtbaren und der ® Suitable for visible and near infrared
nahen infraroten Strahlung geeignet radiation
@® Matchingfaktor 0,5..1,0 ® Matching factor 0.5...1.0
® Rasterabstand 0,1” (2,54 mm) ® Center-to-center spacing 0.1" (2.54 mm)
® Emitter gemeinsam herausgefihrt ® Common emitter terminal

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE I" - _; -
RADIANT SENSITIVE AREA 0,35
30 f)a\ﬁﬂ T | < Cy
i | >
C= —_—— — 15¢015
P8R PEREEE 1 | ’; s
l
|
- ] . TT
[
L i e | ! 10 Cio
g u g u d U >
—- [-——23 2015 —= l—0F6 2,54 [=— 0. |
5571 10%254=254 050 ol I E
BPW 19 R, |
STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE L
RADIANT SENSITIVE AREA 0,35 Offnungswinkel
- 301~ =48 Angle of half sensitivity
1]
= A A A A AR A A 1;”3‘: i BPW 194 = 50°
H } BPX 58 «'= 120°
Il L I “ U U LU € T Spezialgehéuse
S0 I DOV ,,TWH, 02 % Special case
ss60 10x254=254 051 _}L, Kunststoff, klgr
Clear plastic
BPX 58 Gewicht - Weight
max. 0,9 g

B 2/V.2.394/0175A1 137



BPW 19 - BPX 58

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Kollektor-Sperrspannung
Emitter-collector voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Peak collector current
P_ <
T= 0,5, tp= 10 ms
Verlustleistung,

nur ein Transistor in Betrieb
Power dissipation,

with only one transistor in operation

famb =25°C

Gesamtverlustleistung

Total power dissipation
tamb =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction ambient

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Maximal zulassige Lottemperatur
Soldering temperature, maximal
t=3s
Abstand vom Geh&duse = 2 mm
Distance to the case

Warmewiderstédnde
Thermal resistances

138

Sperrschicht-Umgebung,
nur ein Transistor in Betrieb
Junction ambient,

with only one transistor in operation

Sperrschicht-Umgebung, gesamte Zeile

Junction ambient, total

Uceo

Ueco

Icm

sd

Ringa

RihyAtot

-25..

32

50

100

50

200
100

+85

245

Typ.

Max.

1500

375

mA

mA

mW

mW
°C

°C

°C

°CIW

°C/W



BPW 19 - BPX 58

Optische und elektrische KenngréBen Min. Typ. Max.
Optical and electrical characteristics

tamb =25°C

Kollektor-Hellstrom
Collector light current

Ucg =5V, Ep = 1kix b} BPW 19 Ia™ 0,8 1,3 mA
BPX 58 Icg™ 0,15 0,25 mA

Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current

Ucg =5V, Ep=0 Ieo™ 10 200 nA
Matchingfaktor
Matching factor 1 f

camin

Ucg =5V, Ep = 1kix") m=T—" 0,5 1,0
Absolute Empfindlichkeit camax
Sensitivity

Ucg =5V, Ep = 1kix b BPW 19 s 800 1300 nA/lx

BPX 58 s 150 250 nA/Ix

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit lp 780 nm
Peak wavelength sensitivity
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 0.5 520 ... 950 nm
Range of spectral bandwidth (50%) '
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter

Ic=1mA U(BR) CEO™ 32 Y,
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter

Ic =100 pA, Ep = 1 KIx b) UcEsat™ 0,3 \%
Grenzfrequenz
Cut-off frequency

Ic=5mA Ug=5V,R_=100Q fg 170 kHz
Kollektor-Emitter-Kapazitat
Capacitance, collector-emitter

UCE = 5V, f =1 MHz, EA =0 CCEO . 4,5 pF

*) AQL = 0,65% ') Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)
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BPW 19 - BPX 58

Schaltzeiten
Switching characteristics

Min. Typ. Max.

US =5V, IC =5mA, RL =100 Q, siehe MeBschaltung

see test circuit

Verzégerungszeit Iq 1,8
Delay time
Anstiegszeit ty 1,6
Rise time
Einschaltzeit ton 3,4
Turn-on time
Speicherzeit tg 0,3
Storage time
Abfallzeit tf 1,7
Fall time
Ausschaltzeit toff 2,0
Turn-off time
1A O+5vV
| I I
0 F Yic Io=5mA,
RG =50 Q durch Abstand a"einstellen
o adjusted through distance ,a”
T =002 Ga As-Diode - ‘
fp =20 ypus | Oscilloscope
——o-o0
('anal |1 ; R_21MQ
anne
—o C S 20pF
Kanal 1l
Channel 11
50Q 100 Q
76 14 70 Ttk
.

MeBschaItunngr:t P
Test circuit for: r'f
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BPW 19 - BPX 58
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BPW 19 - BPX 58
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BPW 20

Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode

Anwendung: Sensor fir die LichtmeBtechnik

Application:  Sensor for light measuring purposes

Besondere Merkmale: Features:

@ Flr Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb
® Hermetisches Gehéuse
® Planfenster

@ Fur die Bereiche der sichtbaren und der
nahen infraroten Strahlung geeignet

® Erhdhte Blauempfindlichkeit

@ Streng logarithmischer Zusammenhang
zwischen Leerlaufspannung und Beleuchtungs-
stérke von 1072 bis 10%Ix im Fotoelementbetrieb

@ Streng linearer Zusammenhang zwischen
KurzschluBstrom und Beleuchtungsstarke
von 1072 bis 105Ix im Fotoelementbetrieb

@ Kein Lichtgedéachtnis
® Kein Vorbelichtungsfaktor

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

PLANFENSTER
FLAT WINDOW

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA 5532

B 2/V.2.387/0175A1

@ For photodiode and photovoltaic cell operation
@ Hermetically sealed case
® Flat window

@ Suitable for visible and near infrared
radiation

® High blue sensitivity

® Log. correlation between open circuit voltage
and illuminance from 1072 till 10%Ix in
photovoltaic cell operation

@ Linear correlation between short circuit
current and illuminance from 1072 till 105 Ix
in photovoltaic cell operation

® No light memory effect
® No pre-exposure ratio

Strahlungsempfindliche Flache A4 = 7,5mm?
Radiant sensitive area

Q
|

Offnungswinkel = 100°

Angle of half sensitivity

Minuspol/Kathode mit Gehause verbunden
Negative terminal/cathode connected with case

~ JEDEC TO 56
Gewicht - Weight
max. 1,0g
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BPW 20

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung Ur 10 \
Reverse voltage

Umgebungstemperaturbéreich tamb —-25..+100 °C
Ambient temperature range

Wiarmewiderstand Min. Typ. Max.

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung RihgA 250 °C/W
Junction ambient

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

tamb = 25°C

Fotoelement-Betrieb
Photovoltaic cell operation

Leerlaufspannung
Open circuit voltage
EA = 1kix?) Uo *) 330 430 mV

Temperaturkoeffizient von Uy,
Temperature coefficient of U,
Ep = 1Kkix?) TKyo -2 mV/°C

KurzschluBstrom
Short circuit current
Ep = 1Kkix1), R = 100Q I* 20 33 pA

KurzschluBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit
Ep = 1072..1051x?) Sk 20 33 nA/Ix

Temperaturkoeffizient von Iy
Temperature coefficient of I

EA = 1k|X1), RL = 100Q TKlk 0,1 %/°C
Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance

U=0,f=10kHz, Ep =0 Cj 1 nF

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A

Standard illuminant A PN S038/IEC 306-1)
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Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics
Iph =100 pA, R_= 1KkQ, siehe MeBschaltung
see test circuit
Anstiegszeit tr 3,5 us
Rise time
Abfallzeit i 35 us
Fall time
1A
0 Iph Iph =100 pA,
durch Abstand ,a" einstellen
Rg=50Q Ga As-Diode _»—P adjusted through distance,a
Oscilloscope
!
2 002 Kanal | R z1ma
Channel 1 ——0 C, <20pF
p=20us Kanal Il L P
Channel 1]
50Q
MeBschaltung fiir: ot
Test circuit for: 't °f __ u 76 1473
Fotodioden-Betrieb
Photodiode operation
Dunkelsperrstrom
Reverse continuous dark current
UR=5V,Ep=0 Irp™) 2 30 nA
Hellsperrstrom
Light reverse current
Ug =5V, Ep = 1kix?) Irg 20 33 HA
Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
Ug =5V, Ep = 1072..10%1x?) s 20 33 nA/Ix
Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb
Photovoltaic cell and photodiode operation
Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit }'p 700 nm
Peak wavelength sensitivity
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) )‘0 5 400..950 nm

Range of spectral bandwidth (50%)

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)
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Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode

Anwendung: Sensor fir die Fotobelichtungs- und Farb-MeBtechnik

Application:  Sensor in exposure and colour measuring purposes

Besondere Merkmale: Features:

@ Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb @ For photodiode and photovoltaic cell operation

@ Hermetisches Gehause @ Hermetically sealed case

® Planfenster mit eingebautem Farbkorrektur- @ Flat window with built-in colour correction
filter, an die Augenempfindlichkeit angepaBt filter (visible radiation)

(sichtbarer Strahlungsbereich)

@ Streng logarithmischer Zusammenhang ® Log. correlation between open circuit voltage
zwischen Leerlaufspannung und Beleuchtungs- and illuminance from 1072 till 10°% Ix in
stéarke von 102 bis 10°%1x im Fotoelementbetrieb photovoltaic cell operation

@ Streng linearer Zusammenhang zwischen @ Linear correlation between short circuit
KurzschluBstrom und Beleuchtungsstarke current and illuminance from 102 till 10% Ix
von 1072 bis 105 Ix im Fotoelement-Betrieb in photovoltaic cell operation

@ Aktinitat 0,85..1,15 @ Actinity 0.85...1.15

@ Kein Lichtgedachtnis ® No light memory effect

@ Kein Vorbelichtungsfaktor ® No pre-exposure ratio

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

PLANFENSTER Strahlungsempfindliche Flache 4 = 7,5 mm?
Radiant sensitive area

Offnungswinkel o
Angle of half sensitivity

100°

I

Minuspol/Kathode mit Gehause verbunden
Negative terminal/cathode connected with case

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE

RADIANT SENSITIVE AREA 5532

~ JEDEC TO 56
Gewicht - Weight
max. 1,0g

B 2/V.2.388/0175A1 151
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

War

Sperrspannung
Reverse voltage

Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range

mewiderstand

Thermal resistance

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

Fot

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

’amb = 25°C

oelement-Betrieb

Photovoltaic cell operation

152

Leerlaufspannung
Open circuit voltage
Ep = 1kix?)

Temperaturkoeffizient von Uy,
Temperature coefficient of Uo
Ep = 1kix?)

KurzschiuBstrom
Short circuit current
Ep = 1Kkix?!), R = 100Q

KurzschluBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit
Ep = 1072.105Ix?)

Temperaturkoeffizient von I
Temperature coefficient of I},
Ep = 1KkiIx!), R = 100Q

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance
U=0,f=10kHz, Ep =0

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A
Standard illuminant A

(DIN 5033/IEC 306-1)

lamb

Ringa

TKyo

1)

Sk

TKk

10

—25..+100

Min. Typ.

280 380

4,5 7,0

4,5 7,0

—0,05

°C

°C/W

mV

mV/°C

pA

nA/lIx

%/°C

nF
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Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics

Iy, = 100 pA, R| = 1 KkQ, siehe MeBschaltung

P see test circuit
Anstiegszeit ty 3,5 us
Rise time
Abfallzeit 12 3,5 us
Fall time

1A
J—L G
0 oO—p— Ioh Iph =100 LA,

durch Abstand ,a" einstellen

D adjusted through distance ,a”
Rg=50Q GaAsP-Diode X o == /
Oscilloscope
i
p

—=0,02 Kanal | ©  m=1mo

Channell o CLs 20 pF
p=20us Kanal Il

Channel 11
50Q 1kQ ]

MeBschaltung fiir:

Test circuit for: v ' 4 — 761474

Fotodioden-Betrieb
Photodiode operation

Dunkelsperrstrom
Reverse continuous dark current
UR=5V,Ep=0 Io™) 2 30 nA

Hellsperrstrom
Light reverse current

Ug =5V, Ep = 1kix?) I'g 45 7,0 pA
Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity

Ug =5V, Ep = 1072..10°Ix?) s 4,5 7,0 nA/Ix

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb
Photovoltaic cell and photodiode operation

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit lp 565 nm
Peak wavelength sensitivity
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 10’5 420..675 nm

Range of spectral bandwidth (50%)

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)

153



T 731238 The 731239 Thk
r !
’k / Uo
1
10 50 /

kA / mV /
0 /
10 400

300 /
/| /
103 200 /

102 / 100 ’/
i/ d

1072 100 102 104 Ix 00-Z 100 102 104 Ix
EA_. EA—>

731453 T ? [ l l L I I I l I 78 1237 71%

? UL
R; ||
i \ R= = s (A)rel SAyat = —2L

s

A sf/l,l |
;/?;z \\ 10 ™
A
yZEAR
\ /T
0 H \
10 \ 08 t e 1
\ 4 Y1\ T
1 f
10 06
\ b
. 1
\ / AN EEA
1072 \ 04 ! e
\
[/ \
-3 [] '
10
\ 0,2 I
/ A
10°* oLyl
1072 10° 102 104 Ix 400 500 600 700 nm

A—

154



BPW 21







A\
<@> BPW 21 M

Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode

Anwendung: Sensor flr die Fotobelichtungs- und Farb-MeBtechnik nach besonderer Gutepriifung

Application:  Sensor in exposure and colour measuring purposes, distinctive special quality testing

Besondere Merkmale: Features:

@ Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb ® For photodiode and photovoltaic cell operation

@® Hermetisches Gehause ® Hermetically sealed case

@ Planfenster mit eingebautem Farbkorrektur- ® Flat window with built-in colour correction
filter, an die Augenempfindlichkeit angepaBt filter (visible radiation)
(sichtbarer Strahlungsbereich)

@ Streng logarithmischer Zusammenhang ® Log. correlation between open circuit voltage
zwischen Leerlaufspannung und Beleuchtungs- and illuminance from 1072 till 10% Ix in
starke von 1072 bis 10°Ix im Fotoelement-Betrieb photovoltaic cell operation

@ Streng linearer Zusammenhang zwischen @ Linear correlation between short circuit
KurzschluBstrom und Beleuchtungsstérke von current and illuminance from 1072 till 105 Ix
102 bis 105Ix im Fotoelement-Betrieb in photovoltaic cell operation

@ Aktinitat 0,85...1,15 ® Actinity 0.85...1.15

® Kein Lichtgedachtnis ® No light memory effect

@ Kein Vorbelichtungsfaktor ® No pre-exposure ratio

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

PLANFENSTER Strahlungsempfindliche Fliche A4 = 7,5mm?
Radiant sensitive area

Offnungswinkel o = 100°
Angle of half sensitivity

Minuspol/Kathode mit Gehéuse verbunden
Negative terminal/cathode connected with case

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE

RADIANT SENSITIVE AREA 5532

~ JEDEC TO 56
Gewicht - Weight
max. 1,09

B 2/V.2.389/0175A1 157
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung
Reverse voltage

Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

’amb = 25°C

Fotoelement-Betrieb
Photovoltaic cell operation

Leerlaufspannung
Open circuit voltage
Ep = 1KIx?)

Temperaturkoeffizient von U,
Temperature coefficient of U%
Ep = 1Kkix?)

KurzschluBstrom
Short circuit current
Ep = 1kix?), R = 100Q

KurzschiuBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit

Ep = 10-2..105Ix%), R = 100

Temperaturkoeffizient von [y
Temperature coefficient of Iy
EA = 1k|X, RL = 100Q

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance
U=0,f=10kHz, Ep =0

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A
Standard illuminant A

158

amb

Istg

LSTATY

TK
Uo
L™

Sk

TK

(DIN 5033/IEC 306-1)

10

—65..+100

—65..+100

Min. Typ.

280 380

—0,05

°C

°C

Max.

250 °C/W

mV

mV/°C

10 pA

nA/Ix

%/°C

nF



BPW 21M

Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics

Iph =100 pA, Ry = 1kQ, siehe MeBschaltung
see test circuit

Anstiegszeit Iy 35 us
Rise time

Abfallzeit I 3,5 us
Fall time

1A
0 o—>— Ioh Iph =100 pA,

durch Abstand ,a" einstellen

— djusted th h dist wa’
RG= 500 Ga As P -Diode -v- - — adjuste roug istance ,,a
Oscilloscope
t
[ o
——=0,02 Kanal | R =1MQ
Channel I ¢——0 L =20 pF
{p=20ps Kanal Il
Channel I1
50Q 1kQ
——
MeBschaltung fiir: ' — 4 —f 761474
Test circuit for: rf

Fotodioden-Betrieb
Photodiode operation

Dunkelsperrstrom
Reverse continuous dark current
UR =5V, Ep=0 o™ 2 30 nA

Hellsperrstrom
Light reverse current

U =5V, Ep = 1kix?) Iy 4,5 70 pA
Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity

U =5V, Ep = 1072..10°%Ix?) s 45 7,0 nA/lIx

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb
Photovoltaic cell and photodiode operation

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit lp 565 nm
Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) ).0,5 420..675 nm
Range of spectral bandwidth (50%)

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)

159




BPW 21 M

731238 T

/

Y

/

1(f2l

1073

102

104 Ix

731483 T

10!

MQ

10°

10~

1072

10°

1072

160

10°

102

10* Ix
EA —_—

731239 The

50
mV

400

/

300

200

100

10-2 100 102 104 Ix
En—
? HEEREERREERIAE
BERRERREE ]
¢ s(A)
S (g sWral = =500
10 ™
yZELA
/1] \ B
1A Y Hl
08 } \ \apme
/ ! ina
06
i
AT
/ Il % \
04 [} 4pee
\
[/ \
|
0.2 II \
7 A
/ \
e N
OYE
400 500 600 700 nm
A—



BPW 21M







<
) 4

BPW 24

Silizium-Foto-PIN-Diode
Silicon Photo PIN Diode

Anwendung: Ultra-schneller Foto-Detektor

Application:  Ultra high-speed photo-detector

Besondere Merkmale:

@ Kurze Ansprechzeiten bei kleinen
Spannungen

® Hohe Fotoempfindlichkeit
@ Flr Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb
® Hermetisches Gehause
® Mit Linse, o = 40°
@ Flr die Bereiche der sichtbaren und der
nahen infraroten Strahlung geeignet
Vorlaufige technische Daten

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

— 13 —=|

-
STHAHLUNGSEMPFNDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA

5509

B 2/V.2.390/0175A1

Features:

@ Fast response times at low operating
voltages

® High photo sensitivity

® For photodiode and photovoltaic cell operation
® Hermetically sealed case

® With lens, a = 40°

@ Suitable for visible and near infrared
radiation

Preliminary specifications

Strahlungsempfindliche Flache A4 = 0,64 mm?
Radiant sensitive area

Offnungswinkel
Angle of half sensitivity

a = 40°

~ JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 0,5g
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung UR
Reverse voltage
Verlustleistung
Power dissipation

t amb < 25°C P Vv
Sperrschichttemperatur 4

Junction temperature

Umgebungstemperaturbereich ’cmb
Ambient temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung RingA
Junction ambient

Optische und elektrische KenngroBen
Optical and electrical characteristics

’amb = 25°C

Fotoelement-Betrieb (Ug=0)
Photovoltaic cell operation

Leerlaufspannung
Open circuit voltage
Ep = 1kix?) U™
Temperaturkoeffizient von U,
Temperature coefficient of U,
Ep = 1kix?) TKyo

KurzschluBstrom
Short circuit current
Ep = 1kix?), R =100Q I

KurzschluBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit

Sk
Temperaturkoeffizient von [y

Temperature coefficient of I
Ep = 1Kkix!), R = 100 TK |k

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance
Ur =0, f=500kHz, Ep =0 Cj

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)

164

50 \"

180 mW
100 °C
—25..+100 °C

Min. Typ. Max.

400 °C/W

380 mV

-2 mV/°C

20 35 uA
20 35 nA/Ix
0,1 %/°C

60 pF
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Fotoelement-Betrieb Min. Typ. Max.
Photovoltaic cell operation

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Iro = 100 A, Ep = O U(BR) *) 50 80 \Y

Dunkelsperrstrom
Reverse continuous dark current
Ug=20V,Ep =0 o™
Hellsperrstrom
Light reverse current
Ug = 20V, Ep = 1kix%), R = 100Q Ip™) 25 45 uA

Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
UR =20V N 25 45 nA/Ix

Absolute spektrale Empfindlichkeit
Spectral sensitivity
Ug =20V, A =900nm s(4) 0,5 A/W

Sperrschichtkapazitat

Junction capacitance
Ur = 5V, f=500kHz Cj 40 pF
UR =20V, f= 500 kHz Cj 6 pF

Schaltzeiten
Switching characteristics

Ug =20V, R =50Q, siehe MeBschaltung
see test circuit
Ansprechzeit
Response time
HeNe-Laser, 2 = 630 nm T 2 ns
GaAs-Laser, 4 = 900 nm T 3 ns

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb
Photovoltaic cell and photodiode operation

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit lp 900 nm
Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) }"O 5 550...1000 nm
Range of spectral bandwidth (50%) ’

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A

Standard illuminant A ©'N 5033/IEC 306-1)
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g =07 ns
/ =630 nm
761482

MeBschaltung fir: 1, %

Test circuit for:

166
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Silizium-Foto-Lawinendiode
Silicon Avalanche Photodiode

Anwendung: Breitband-Detektor fir Strahlungsdemodulation schneller Signale, z.B. von
Lasern und GaAs-Lumineszenzdioden. Detektor fiir die Technik der optischen
Nachrichtenlbertragung z.B. tiber Glasfaserleitungen.

Application:  Wide band detector for demodulation of fast signals, e.g. of lasers and GaAs-LED’s.
Detector for optical communication, e.g. for optical-fiber transmission

systems.
Besondere Merkmale: Features:
® Hochempfindlicher, rauscharmer Foto- @ High sensitive, low-noise photo-detector
Detektor fir Strahlungsdemodulation for demodulation of radiation
@ Verstarkung gréBer als 200 ® Photocurrent gain higher than 200
@ Verstarkungsbandbreiteprodukt gréBer ® Gain bandwidth product higher than
als 200 GHz 200 GHz

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

PLANFENSTER
As+ FLAT WINDOW

KR

248 94

it

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA

Durchmesser der strahlungs-
empfindlichen Flache d=02mm
Diameter of the radiant

sensitive area

Offnungswinkel a = 70°
Angle of half intensity

18 C 2 DIN 41876
~ JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 0,59

B 2/V.2.451/0475A1 167
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Verlustleistung
Power dissipation

famb = 25°C Py
Sperrschichttemperatur t‘-

Junction temperature

Umgebungstemperaturbereich tamb
Ambient temperature range

Optische und elektrische KenngroBen
Optical and electrical characteristics

tamb = 25°C

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) los
Range of spectral bandwidth (50%) ’

Dunkelsperrstrom
Reverse dark current
M?1) =100, Ep =0 Lo

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
IR = 10pA, EA =0 U(BR)

Temperaturkoeffizient von U, BR) TKygRr
Temperature coefficient of U(BR )

Wirkungsgrad
Efficiency
A =910nm n

Verstarkungsbandbreiteprodukt GBZ)
Gain bandwidth product

Kapazitat
Capacitance
Ug=100V, f= 1MHz Cp

Serienwiderstand
Series resistance
f=1MHz Ts

100
125

—65..+125

Min. Typ. Max.

450..950

140 170 200
0,14

20
200

50

°C

°C

nm

nA

%/°C

%
GHz

pF

1) Der spannungsabhangige Verstarkungsfaktor M ist definiert als Verhaltnis des Photostromes Iph bei

Betriebssperrspannung zu dem Photostrom bei 10 V Sperrspannung.

The voltage dependent photocurrent gain M is defined as the ratio of photocurrent Ip,, at a certain reverse

voltage to the photocurrent at a bias of 10 V.

2) Das Verstarkungsbandbreiteprodukt ist die Verstarkung M multipliziert mit der MeBfrequenz, wenn die
Diode mit Sperrspannung so betrieben wird, daB bei der gegebenen MeBfrequenz der maximale Ver-

starkungsfaktor vorhanden ist.

Gain bandwidth product is defined as the product of M times the frequency of measurement, when the

diode is biased for maximum obtainable gain.

168



BPW 28

75 1657 Ttk ? 75 1658 T
n
80
% Vim
I 60 N
N
40
Y
A 20
1
o
40 80 1220 160 V 400 800 nm
U —— /l
R —_—
? 78 1656  TW|
D
pF ™
\\
10
N\
5 N
\N\
N
1 b
05
(oX)
1 5 10 50 V
Up—=

169







A\
<@> BPW 29

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor
Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistor

Anwendung: Empfanger mit hoher Empfindlichkeit in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen

Application:  High sensitive detector in electronic control and drive circuits

Besondere Merkmale: Features:

@ Kunststoffgehduse (= TO 92) @ Plastic case (= TO 92)

® Hohe Foto-Empfindlichkeit ® High photo sensitivity

@ Fur die Bereiche der sichtbaren und der @ Suitable for visible and near infrared
nahen infraroten Strahlung geeignet radiation

@ Lichteinfallsrichtung senkrecht @ Radiation direction vertical to mounting
zur Montagerichtung direction

@ Basis herausgefihrt @ Base terminal is available

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE

RADIANT SENSITIVE AREA

JEE'E-
H-++ ==

351 2 Strahlungsempfindliche Flache A
12

= 1mm?
e Radiant sensitive area
Offnungswinkel « = 30°
Angle of half sensitivity
Spezialgehause

Special case
Kunststoff klar
Clear plastic

~ JEDEC TO 92
Gewicht - Weight
max. 0,2g

B 2/V.2.357/1174A2 171
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Peak collector current

t

p

= = <

T 0,5, tp < 10ms
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

tamb < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Maximal zulassige Lottemperatur
Soldering temperature, maximal
t<3s

Abstand vom Geh&duse = 2 mm
Distance to the case

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

tamb = 25°C
Kollektor-Hellstrom

Collector light current
Ucg = 5V, Ep = 100ix?) Gruppe/Group A

Gruppe/Group B
Gruppe/Group C
Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current
Ucg =20V, Ep =0
*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A

Standard illuminant A

172

Uceo

Ueso

Icm

Piot

! stg

Isd

Ringa

lca"
Ica *)
Ica )

ICO’)

(DIN 5033/IEC 306-1)

32

100

200

250
100

—25..+100

245

Min. Typ. Max.

300

1 2

15 3
2 4

10 200

mA

mA

mW
°C

°C

°C

°C/W

mA
mA
mA

nA
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Min.  Typ. Max.

Absolute Empfindlichkeit

Sensitivity
Ugg = 5V, Ep = 100Ix?) Gruppe/Group A s 10 20 pA/Ix
Gruppe/Group B s 15 30 pA/Ix
Gruppe/Group C s 20 40 pA/Ix
Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit '1p 780 nm

Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) ’10 5 520..950 nm
Range of spectral bandwidth (50%) ’

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter
IC =1mA U(BR)CEO ¥ 32 \

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter

IC = 1mA, EA = 100Ix 1) UCEsat*) 0,3 \'
Grenzfrequenz
Cut-off frequency

Ic = 16mA Ug = 5V, R =100Q fg 110 kHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Capacitance, collector-emitter
UCE = 5V, f= 0,5 MHZ, EA =0 CCEO 10 pF

Schaltzeiten
Switching characteristics

Ug=5V,Ic=10mA R| =100 Q, siehe MeBschaltung
see test circuit

Verzégerungszeit 4 0,5 us
Delay time

Anstiegszeit t 3,2 us
Rise time

Einschaltzeit ton 3,7 us
Turn-on time

Speicherzeit tg 0,3 us
Storage time

Abfallzeit s 38 us
Fall time

Ausschaltzeit Loff 41 us

Turn-off time

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)
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Silizium-NPN-Planar-Foto-Darlington-Transistor
Silicon NPN Planar Photo Darlington Transistor

Anwendung: Empfanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen

Application:  Detector in electronic control and drive circuits

Besondere Merkmale: Features:
® Hermetisches Gehéuse ® Hermetically sealed case
@ Fir die Bereiche der sichtbaren und nahen @ Suitable for visible and near infrared
infraroten Strahlung geeignet radiation
® Hohe Fotoempfindlichkeit @ High sensitivity
@ Fur weitreichende Lichtschranken @ For long range light barriers
@ Basis herausgefihrt @ Base terminal is available

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

LINSE 857 805

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA

Offnungswinkel a = 25°
Angle of half sensitivity

Kollektor mit Gehause verbunden
Collector connected with case

~DIN 18 A 3

~ JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 0,5g

B 2/V.2.11/0574 175
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCEO 32 \'
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5 \%
Emitter-base voltage

Kollektorstrom Ic 25 mA
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Peak collector current

Tp =05, b < 10ms ICM 50 A
Gesamtverlustleistung

Total power dissipation
famb < 25°C Piot 300 mw

Sperrschichttemperatur f 175 °C
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich tstg —55..+175 °C
Storage temperature range

Optische und elektrische KenngroBen Min. Typ. Max.
Optical and electrical characteristics

famb = 25°C

Kollektor-Hellstrom
Collector light current
UCE =5V, EA =101Ix1) Ica") 1 3 mA

Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current
Uce =20V, Ep=0 leo%) 20 200 nA
Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
Uce=5V,Ep=101x1) s 100 300 pA/Ix

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit A 780 nm
Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 205 520..950 nm
Range of spectral bandwidth (50%) ’

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter
Ic=01mA, Ep=101IxY) UcEsat®) 073 1 v

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN S033/IEC 306-1)
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Silizium-Foto-PIN-Diode
Silicon Photo PIN Diode

Anwendung: Schneller Foto-Detektor
Application:  High speed photo detector

Besondere Merkmale: Features:

® Kurze Ansprechzeiten ® Fast response times

@ Geringe Sperrschichtkapazitat ® Small junction capacitance

® Hohe Fotoempfindlichkeit ® High photo sensitivity

® GroBe strahlungsempfindliche Flache @ Large radiant sensitive area
A=175mm? A=75mm?

@ Offnungswinkel « = 120° @ Angle of half sensitivity a = 120°

@ Fiir Bereiche der sichtbaren und der @ Suitable for visible and near infrared
nahen infraroten Strahlung geeignet radiation

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

’<— 4.5,“——|
| I — |
l—'y———j Strahlungsempfindliche Fldche 4 = 7,5 mm?
Radiant sensitive area
o2 | Offnungswinkel a=120°
50807 — o] Angle of half sensitivity

Kunststoff-Gehéuse

Plastic case

Gewicht - Weight

max. 0,4 g

KL

B 2/V.2.6575/0475A1 179
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung
Reverse voltage

Verlustleistung
Power dissipation

Iamp =25°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Maximal zuldssige Lottemperatur
Soldering temperature, maximal

t=3s

Abstand vom Gehduse =2 mm

Distance to the case

Warmewiderstand
Thermal resistance

Optische und elektrische Kenngré8en
Optical and electrical characteristics

Fot

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

tamb =25°C

oelement-Betrieb

Photovoltaic cell operation

180

Leerlaufspannung
Open circuit voltage
Ep = 1kix b}
Temperaturkoeffizient von U,
Temperature coefficient of U,
Ep = 1Kix b}
KurzschluBstrom
Short circuit current
Ep=1 kix '), R =100Q
KurzschluBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit

Temperaturkoeffizient von Iy
Temperature coefficient of Iy
Ep =1 kix "), R_=100Q

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance
U=0, f=1MHz, Ep =0

*) AQL = 0,65%

') Normlichtart A
Standard illuminant A

(DIN 5033/IEC 306-1)

Istg

Isd

Ringa

TKyo

I
Sk

TK),

32

150
80

245

Typ.

80
80

0,18

70

... +80

Max.

350

mwW
°C

°C

°C

°C/W

mV

mV/°C

pA
nA/Ix

%/°C

pF
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Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics

Ug=10V,R_ = 1kQ

Einschaltzeit on 50 ns
Turn-on time

Ausschaltzeit Loft 50 ns
Turn-off time

Fotodioden-Betrieb
Photodiode operation

Dunkelsperrstrom
Reverse dark current
UR=10V,Ep=0 Ip™ 2 30 nA

Hellsperrstrom
Light reverse current
UR=5V,Ep=1kix") Ia 50 85 HA

Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
U =5V, Ep=1Kkix" s 50 85 nA/Ix

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig =100 yA, Ep =0 Usr) ") 32 v

Sperrschichtkapazitét
Junction capacitance
UR=38V, f=1MHz, Ep=0 C; 25 30 pF

Rauschequivalente Strahlungsleistung (NEP) P, 1074 WHz™%
Noise equivalent power (NEP)

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb
Photovoltaic cell and photodiode operation

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit /lp 900 nm
Peak wavelength sensitivity
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50 %) ,10,5 500 ... 1000 nm

Range of spectral bandwidth (50%)

*) AQL = 0,65%

') Normlichtart A

Standard illuminant o (C'N S033/1EC 306-1)
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Silizium-Planar-PN-Foto-Element
Silicon Planar PN Photovoltaic Cell

Anwendung: Sensor fur die LichtmeBtechnik

Application:  Sensor for light measuring purposes

Besondere Merkmale: Features:
@ GroBe lichtempfindliche Flache @ Great light sensitive area
@ Erhohte Blauempfindlichkeit @ High blue sensitivity
® Fr die Bereiche der sichtbaren und der @ Suitable for visible and near infrared
nahen infraroten Strahlung geeignet radiation
@ Kein Lichtgedachtnis @ No light memory effect
@ Niedriger Temperaturkoeffizient ® Low temperature coefficient
@ Hohe Stabilitat und Zuverlassigkeit @ High stability and high reliability

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Strahlungsempfindliche Flache A4 = 94 mm?
Radiant sensitive area
Offnungswinkel @ = 120°

Angle of half sensitivity

Ohne Gehause
Without case
Gewicht - Weight
max. 0,29

B 2/v.2.356/1174A1 183



BPW 35

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung Ur
Reverse voltage

Umggbungstemperaturbereich tamb
Ambient temperature range

Lagerungstemperaturbereich ’stg
Storage temperature range

Optische und elektrische Kenngré8en
Optical and electrical characteristics

’amb = 25°C
Leerlaufspannung
Open circuit voltage

Ep = 1KiIx?) U™
Temperaturkoeffizient von U TKyo

Temperature coefficient of U,

KurzschiuBstrom

Short circuit current
Ep=1kix"),R_=100Q Iy
Ec =1kIx?, R_=100Q I*)

KurzschluBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit
Ep = 1kix?) Sk

Temperaturkoeffizient von Ij TK
Temperature coefficient of Iy

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit ;'p
Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) ).0 5
Range of spectral bandwidth (50%) ’

Dunkelsperrstrom
Reverse dark current
UR=1V,EA=0 Il’O

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance
Ug =1V, f =100kHz, Ep = 0 C

*) AQL = 0,65%
1) Normlichtart A
Standard illuminant A

2) Normlichtart C
Standard illuminant C

(DIN 5033/IEC 306-1, Ty = 2855,6 K)

(T; = 4700K)

184
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300
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°C

°C

mV
mV/°C

HA
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nm
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Silizium-PN-Fotoelement mit nachgeschaltetem Silizium-NPN-Transistor
und zwei Silizium-Dioden
Silicon PN Photovoltaic Cell connected with one NPN Transistor and two Diodes

Anwendung: Direkte Relais-Ansteuerung

Application:  Direct relay driving

c
O
O
c
3 4
z 4
L ¢
3
-
c
[
3
[T}
4
=
=
.
i
£
L
Z <

Besondere Merkmale: Features:

‘@ Hermetisches Gehause ® Hermetically sealed case

@ Planfenster ® Flat window

@ Fur die Bereiche der sichtbaren und der @ Suitable for visible and near infrared
nahen infraroten Strahlung geeignet radiation

@ Hohe Fotoempfindlichkeit bei groBem @ High sensitivity and wide radiation angle (90°)
Offnungswinkel von 90°

@ Eingebaute Diode zur Arbeitspunkt- @ Built-in biasing diode
einstellung

® Eingebaute Klemmdiode @ Built-in clamping diode

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

N

51 28,5 89,2 20,5 OT_{
ﬁ /__

o}

D1 zur Arbeitspunkteinstellung

Biasing diode
6! D2 Klemmdiode
FLAT WINDOW 1 3s Clamping diode
STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA 5535
Strahlungsempfindliche Flache 4 = 3,8 mm?
Radiant sensitive area
Offnungswinkel a = 90°
Angle of half sensitivity
~DINSA 4
~ JEDEC TO 5
Gewicht - Weight
max.1,5g

B 2/V.2.391/0175A1 187
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

188

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Sperrspannung D2
Reverse voltage D2

Emitter-AnschluB G-Sperrspannung

Emitter terminal G voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom

Peak collector current
1

P_
T = 0,5, I < 10ms

DurchlaBstrom
Forward current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
t amb <25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Icm
Iry

Piot

Istg

740706 ™

600

thJC

400

P

Ripoa

200

\
\

50

100

150
lamb: ‘case ™™

45

45

100

200
10

310
150

—55..+150

mA

mA
mA

mwW
°C

°C
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Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Rinua 400 °C/W
Junction ambient
Sperrschicht-Gehause Rindc 160 °C/W

Junction case

Optische und elektrische KenngroBen
Optical and electrical characteristics

’amb = 25°C, IG =1mA

Kollektor-Hellstrom
Collector light current

Ucg = 5V, Ep = 100 Ix?) Icq 0,7 mA
Ep = 1Kkix?) Ic™) 4,5 8,0 mA
Ep = 10kix 1) Iea 70 mA

Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current

Usg =20V, Ep =0 Io™) 0,01 1 HA
Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity

Uce = 5V, Ep = 1Kix?) s 4,5 8,0 pA/Ix
Wellenldange der maximalen Empfindlichkeit lp 750 nm
Peak wavelength sensitivity
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) 10’5 480...950 nm

Range of spectral bandwidth (50%)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter
IC =1mA U(BR)CEO *) 45 Vv

Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung

Saturation voltage, collector-emitter
[C = 1mA, EA = 1kix?) UCEsat 75 mV
IC = 10 mA, EA ='10klx?) UCEsat 100 mV

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)
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Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics

Us=5V,Ic=10mA R =100Q, Ig = 1 mA, siehe MeBschaltung
see test circuit

Anstiegszeit t 3,5 us
Rise time
Abfallzeit ts 5 us
Fall time
+SV Ic=10 mA,
1A r—=—-= durch Abstand ,a" einstellen
A I adjusted through distance ,a"
(]
| |
RG=50Q Ga As- Diode > | | Oscilloscope
| D4 | RZ1MQ
t
P _ | +—p}—¢ | <20 pF
— =0,02 C, P
T [ L t
Ip=20ps —0
Kanal |
Channel 1~} o
Kanal Il
Channel 11
50Q 100Q
1mA
76 1472 Ttk

MeBschaltung fUr:t p
Test circuit for: rf
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siehe Seite 137
see page 137
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Monolithischer Silizium-NPN-Epitaxial-Foto-Darlingtontransistor
Monolithic Silicon NPN Epitaxial Photo Darlington Transistor

Anwendungen: Direkte Ansteuerungen von Relais, Magnetventilen, Kieinmotoren etc.

Applications: Direct driving of relays, magnetic valves, small motors etc.

Besondere Merkmale: Features:
® Hermetisches Gehause ® Hermetically sealed case
@ Fur die Bereiche der sichtbaren und der @ Suitable for visible and near infrared
nahen infraroten Strahlung geeignet radiation
@® Zum Schalten von Strémen bis 500 mA @ Collector current 0.5 A
@ Hohe Fotoempfindlichkeit ® High sensitivity
@ Basis herausgefihrt ® Base terminal is available

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

857 0,5
Frf ==
54 g48 o4 t|-—1i ——— . .
l ! : e — Kollektor mit Gehause verbunden
I Collector connected with case
E LINSE l y
LENS |- 4,7 > 13

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA 5514

Offnungswinkel a = 25°
Angle of half sensitivity

~ JEDEC TO 52
Gewicht - Weight
max. 0,5g

B 2/V.2.395/0175A1 195
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Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U(BR)CEO
Breakdown voltage, collector-emitter
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso
Emitter base voltage
Kollektorstrom Ig
Collector current
Kollektorspitzenstrom
Pe?k collector current
p
7 = 005, 1, < 10ms Icm
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lamp < 26°C Piot
lcase S 45°C Piot
Umgebungstemperaturbereich tamb
Ambient temperature range
Gehausetemperatur tcase
Case temperature
* 731401 ™
Frot
5
1"&' Renac
1
0,5
Rinsa
N
o 50 100 °C

196
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Warmewiderstande
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause
Junction case

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

tamb = 25°C

Kollektor-Hellstrom
Collector light current
Uce = 5V, Ep = 1001x?)

Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current
Ucg = 20V, Ep =0

Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity
UCE = 5V, EA =100 |X1)

Wellenlange maximaler Empfindlichkeit
Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%)
Range of spectral bandwidth (50%)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter
Ic=1 mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter
Ic = 01 A, Ep = 1Kix?)

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A
Standard illuminant A

Min.
Ringa
Rihdc
[ca ') 3
ICO *)
s 30
/.p
}~0,5

UBricEO" 32

Ucesat”

(DIN 5033/IEC 306-1)

Typ.

30

10

300
800

600..900

0,75

Max.

300

50

200

°C/W

°C/W

mA

nA

pA/Ix

nm

nm
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Schaltzeiten
Switching characteristics

US =5V, I =10mA, R =100 Q, siehe MeBschaltung
see test circuit

Verzégerungszeit
Delay time

Anstiegszeit
Rise time

Einschaltzeit
Turn-on time

Speicherzeit
Storage time

Abfallzeit
Fall time

Ausschaltzeit
Turn-off time

ﬂA
0o

GaAs-

RG=5OQ
1
P_
7.—0,2

fp =200 pis

76 1413 Ttk

MeBschaltung fiir:

Test circuit for: 't ldr s
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e
Diode b
—

Min. Typ. Max.

td 10
I 80
'on 90
tg 5
tg 60
loff 65

O +5vVv

Y'c Ic=10mA,

durch Abstand ,a" einstellen

adjusted through distance ,a"

Oscilloscope:

Kanal |
Channell

50Q

O

RLz1 MQ

———O .
Kanal Il C = 20pF

100Q]) | Channel 11

us

ps

s

s

s

ps
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Silizium-NP-Fotoelement
Silicon NP Photovoltaic Cell

Anwendung: Umwandlung von Lichtenergie (z.B. Sonnenlicht) in elektrische Energie (Solarzelle)

Application:  Conversion of (solar) light energy into electrical energy

Besondere Merkmale:
® Reflexmindernde Oberflachenvergitung
@ Aktive Flache 360 mm?2
@® Wirkungsgrad typ. 10%
@ Passiviertes Kontaktsystem

@ Fur die Bereiche der sichtbaren und der
nahen infraroten Strahlung geeignet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

2002

M
20:02} —mM8M8M8 ™ ——
Y L
50 .‘
Schaltlitze
Stranded wire
Cu 0,14 mm? rot blau
-‘— red blue
=7
- L B B I

B 2/V.2.396/0175A1

Features:
® Antireflection surface coating
@ Active area 360 mm?
@ Efficiency typ. 10%
@ Passivated contacts

@ Suitable for visible and near infrared
radiation

Strahlungsempfindliche Fiache 4 = 360 mm?
Radiant sensitive area

120°

Offnungswinkel o
Angle of half sensitivity

Ohne Gehéause
Without case
Gewicht - Weight
max. 0,6 g
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung
Reverse voltage

Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range

Optische und elektrische KenngroBen
Optical and electrical characteristics

202

’amb = 25°C

Leerlaufspannung
Open circuit voltage
Ep = 1Kkix?)

Temperaturkoeffizient von U,
Temperature coefficient of U,
Ep = 1kix?)

KurzschluBstrom
Short circuit current
Ep = 1kIxY), R =1Q

KurzschluBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit
EA =1 lel),RL =1Q

Temperaturkoeffizient von /y
Temperature coefficient of I},
EA = 1K|X1), RL =1Q

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit
Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%)
Range of spectral bandwidth (50%)

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance
U=0,f=10kHz, Ep =0

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)

famb

Up*

TKyo

I

Sk

TK

205

—25..+100

Min. Typ.

300 . 400

2,6 3,0

2,6 3,0

01
850

530...1000

55

Max.

°C

mV

mV/°C

mA

pA/IX

%/°C
nm

nm

nF
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Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics

Iph =1mA R_=100Q, siehe MeBschaltung

see test circuit

Anstiegszeit te 14 us
Rise time

Abfallzeit tf 7 us
Fall time

1A
| l G
0 Ioh Iph=1mA,

durch Abstand ,a einstellen

— djusted through distance ,a”
RG=500Q Ga As-Diode PR < ads gh di
Oscilloscope
t
L O
T=0,02 Kanal | RLZ 1 MQ
=20 Channel I § o CLS 20 pF
p= us Kanal (I
Channel 11
50Q 100Q
761477 o
—_—

MeBschaltung fiir: p
Test circuit for: r'f

203



———— — -
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i 10 Hitt
/ f 2 g
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10 / [
y 4 y 4 y 4 // -/—-'—" 3000
4
I 01Q ] y 4
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/ / 1 L
’ y _ il
/ d H'_,;’-‘ 3kQ
1 1AL
o1 1 10 kix 0,1 1 10kix E
EA— A
f % i -EA-Iaorkl;jﬂ 73129 T * == 73005
U il .
] Ll
Ioh [ o0 S it B, :?
T famb = 25°C V1
LU T
R, =10 10kix
L\ "" 10 /
mW 7
10 v 4
rr;A 3kix iy ? RLopl ]
100 ] il / (_ L y‘
/ /
Il 1 y
[ tkix Il 7 7
1000 /1| 1 !
R =11
1 / ¢ / 7
me n
T 300 Ix 01 l/rl p r /
7/
i 71/ f
100 Ix 7106}1‘ oo _fia 7/010
/
1000Q /
1 Y _|_ 0,01
"1 10 100mV 01 1 0kix
Uph_’ A
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Silizium-PN-Planar-Fotoelement/Fotodiode
Silicon PN Planar Photovoltaic Cell/Photodiode

Anwendung:

Application:

Besondere Merkmale:
@ Fur Fotodioden- und Fotoelement-Betrieb
® Hermetisches Gehause

@ Durch kleinen Offnungswinkel von 30°
unempfindlich gegen Fremdlichteinfliisse

@ Fir die Bereiche der sichtbaren und der
nahen infraroten Strahlung geeignet

® Hohe Fotoempfindlichkeit

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

K/-

A+

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE
RADIANT SENSITIVE AREA 5509

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung
Reverse voltage

Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range

B 2/V.2.398/0175A1

Empféanger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen

Detector in electronic control and drive circuits

Nicht fiir Neuentwicklungen

Features:
@ Forphotodiode and photovoltaic cell operation
® Hermetically sealed case

@ Insensitive against background light
due to narrow aperture of 30°

@ Suitable for visible and near infrared
radiation

@ High sensitivity

Strahlungsempfindliche Flache 4 = 3,8 mm?
Radiant sensitive area

Offnungswinkel
Angle of half sensitivity

« = 30°

Minuspol/Kathode mit Geh&ause verbunden
Negative terminal/cathode connected with case

~ JEDEC TO 18
Gewicht - Weight

max.0,5g
UR 50 Vv
tamb —25..+100 °C
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Waéarmewidersténde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause
Junction case

Optische und elektrische KenngréoBen
Optical and electrical characteristics

tamb = 25°C

Fotoelement-Betrieb
Photovoltaic cell operation

Leerlaufspannung
Open circuit voltage
Ep = 1001x1)
Ep = 1kix?)
Ep = 10Kkix?)

Temperaturkoeffizient von U,
Temperature coefficient of U,

Ep = 1kix1)

KurzschluBstrom
Short circuit current

Ep = 1kix1), R| = 100Q

KurzschluBempfindlichkeit
Sensitivity, short circuit

Ep = 1kix1), R = 100Q
Temperaturkoeffizient von [y

Temperature coefficient of [

EA = 1kix?), RL = 100Q

Sperrschichtkapazitat
Junction capacitance

U=0, f=10kHz, Ep = 0

Schaltzeiten,
Switching characteristics

b

Anstiegszeit
Rise time

Abfallzeit
Fall time

*) AQL = 0,65%

208

h = 100 pA, R = 1kQ, siehe MeBschaltung
see test circuit

1) Normlichtart A
Standard illuminant A

Riha

Ringc

Uo®)

TKyo

I

Sk

TK |k

’f

(DIN 5033/IEC 306-1)

35

35

Typ.

350
400
450

60

60

01

140

Max.

400 °C/W

80 °C/W

mV
mV
mV

mV/°C

pA

nA/Ix

%/°C

pF

us

ps
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1A
0 Iph Iph =100 pA,

durch Abstand ,a” einstellen

e adjusted through distance,a”
Rg=50 Q Ga As-Diode —_—
Oscilloscope
!
d -0
——=0,02 Kanal | R[_z 1MQ
T Channel 1§ o CL <20pF
'p=20ps Kanal Il
Channel 11
50Q 1kQ
76 1473

I

MeBschaltung fUr:t P
Test circuit for: rf

Fotodioden-Betrieb Min. Typ. Max.
Photodiode operation

Dunkelsperrstrom
Reverse dark current
Ur=20V,Ep=0 Iro") 30 nA

Hellsperrstrom
Light reverse current
Ug=120,v,Ep = 1kixY) I5") 40 70 A

Absolute Empfindlichkeit
Sensitivity

Ug =20V, Ep =10-1..10%Ix?) s 70 nA/Ix
Durchbruchspannung
Breakdown voltage

In=100pA, EpA=0 Ugr)" 50 \Y
Sperrschichtkapazitat

Junction capacitance
U=O,f=10kHZ,EA=0 Cj 23 pF

Fotoelement- und Fotodioden-Betrieb
Photovoltaic cell and photodiode operation

Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit Ap 850 nm
Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) los 580...1050 nm
Range of spectral bandwidth (50%) ’

*) AQL = 0,65% 1) Normlichtart A

Standard illuminant A (OIN S033/IEC 306-1)
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mV
y 4 y 4
/ / / A LY
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/ / 1xQ 10 / A
/ 100 k0 ]
o [N
10—/ ,/ J/
m 300 kQ
a 7/ / 1 ,//"
1000 . 1MQ
f / 100
fi A
. /
0 100 1000k %o 100 1000 Ix
A Ep —
[T 1T
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/
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\
a2 \ 04
0 |
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CNY 18

Optoelektronisches Koppelelement
Optically Coupled Isolator

Aufbau Emitter: GaAs-Lumineszenzdiode
Construction Detektor: Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor

Anwendungen: Galvanische Trennung von Stromkreisen, riickwirkungsfreier Schalter
Applications: Galvanically separated circuits, non-interacting switches

Besondere Merkmale: Features:
® Hermetisches Gehduse @ Hermetically sealed case
@ |solationsprifspannung 500 V ® DC isolation voltage 500 V
@ Kieine Koppelkapazitat ® Low coupling capacity
® Koppelfaktor typ. 0,5 @ Current transfer ratio (CTR) typ. 0.5
@ Geringer Temperaturkoeffizient des ® Low temperature coefficient of the
Koppelfaktor CTR

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kollektor mit Gehause verbunden DIN18 A 4
Collector connected with case JEDEC TO 72
Gewicht - Weight

max. 0,5g

B 2/V.2. 350/0674 A
213
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Isolationspriifgleichspannung
DC isolation voltage
t=1 min

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

tamb =25°C

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Sender
Emitter

Sperrspannung
Reverse voltage

DurchlaBstrom
Forward current

SpitzendurchlaBstrom
Forward peak current

StoBdurchlaBstrom
Forward surge current

t

P_

T= 0,001, s
Verlustleistung
Power dissipation

tamb =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

=1ps

Empfanger
Detector

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter

Emitter-Kollektor-Sperrspannung
Emitter-collector voltage

Kollektorstrom
Collector current

Verlustleistung
Power dissipation
tamb =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
related to normal climate 23/50 DIN 50014

214

Uis )

1< tot

Istg

Irsm

UBR)CEO
Ueco

Ic

500

250
-55..+125

60

200

1,5

100
125

32

150

150
125

mwW
°C

mA

mA

mW
°C

mA

mwW
°C
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Elektrische KenngréBen Min. Typ. Max.
Electrical characteristics

tamb = 25°C
Isolationswiderstand
Isolation resistance
U;s = 500V, 40% relative Feuchte Ris*™" 10" Q
relative humidity

Kollektorstrom
Collector current

Ucg=5V.Ig=10mA Gruppe / Group il Ic™ 2,5 5,0 mA
Gruppe / Group IV Ic™) 4,0 8,0 mA
Gruppe / Group V Ic™ 6,0 12,0 mA
Koppelfaktor
Current transfer ratio Ic
Ucg =5V, [g=10mA Gruppe / Group lll k = I— *) 0,25 0,5
F
Ic
Gruppe / Group IV k = I— *) 0,4 0,8
F
Ic
Gruppe / Group V k = T *) 0,6 1,2
F

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter

Ic =1mA Ig =10 mA UcEsat™ 0,2 \
Grenzfrequenz
Cut-off frequency

Ucg=5V,Ig=10mA R =100Q fg 170 kHz

Koppelkapazitaten
Coupling capacitances

f =1MHz
A mit K kurzgeschlossen — E mit C kurzgeschl. Cy 1,4 pF
A mit K kurzgeschlossen — E und C an Masse Ck 1.1 pF
A mit K kurzgeschlossen — E (C an Masse) Cy 0,1 pF
Schaltzeiten
Switching characteristics
Ug=5V,Ic=5mA R =100 Q, siehe MeBschaltung
see test circuit
Verzogerungszeit tq 1,8 Hs
Delay time
Anstiegszeit t 1,6 us
Rise time
Einschaltzeit ton 3,4 us
Turn-on time
Speicherzeit Ig 0,3 Hs

Storage time

*) AQL = 0,65%, **) AQL =2,5%, ') bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
related to normal climate 23/50 DIN 50014
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s

s

A

nA

Min. Typ. Max.
Abfallzeit & 1,7
Fall time
Ausschaltzeit loff 2,0
Turn-off time
—J_E:M +5vV
I
0 F lc IC =5 mA,
Rg =50 Q r —_—— —1 durch Eingangsamplitude einstellen
‘o l I adjusted through input amplitude
—= —
- =0,05 | ) ]
Ip=50us L U _J Oscilloscope
Kanal | " Ry =1Ma
Channel I 9 K | CpL = 20pF
anal
Channel IT
MeBschaltung fiir: bt 50Q 100 Q@
Test circuit for: rffd s
76 1409 Tik
Sender
Emitter
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 60 mA Ug ™) 1,25 1,7
Sperrstrom
Reverse current
Ur=3V IR 0,35 10
Empféanger
Detector
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector emitter breakdown voltage
Ic=1mA Usriceo " 32
Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current
Ucg =10V, [ =0, Io ™ 2 100
Kollektor-Basis-Stromverstarkung
Current transfer ratio, collector-base
Ucg =5V, Ig =100 A hgg 100
Kollektor-Emitter-Kapazitat
Collector emitter capacitance
UCE= 0, f= 1 MHz CCEO 7
UCE =10V, f= 1 MHz CCEO 3,56
UCE =30V, f= 1 MHz CCEO 2,5

*) AQL = 0,65 %
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* | [ [ I[ 7314057 ? I l | | I 731404 Ttk
Ug=sv ! Ug= 5V /
Ic R =100 Q // Ic R, =100 Q //
4 / . / / /
mA / mA
lamb= +75°C [ famb = +75 °C 4
14
A r /
1] / +25°C y
3 +25°% = 12 ) / //
4
% 10 / s
y
2 8 /
A /
6 ANy
J|-25% //
A [
1 4
2 %
/|
P
o 2 4 6 8 mA (o] 10 20 30 40mA
Ie — —

T ; i ; 741408 Tk ? [1] /F=2$VM 731406 Tk
T T T ’
1,: . L 18 mA et
e %'0-01 c ] 16mA r
1,250 us o 7 1
/ 8 > 1amA |1
1,0 o/ mA ] P
A 7/ - AT
y / 4 P 12:—_
! } 6 e —”ﬂl
= 1T
amb =100°C] l =i 10mA |
01 1 25°C 1 =TT |
’ ’i | ] I
> Ugg=5V 8mA | 1 |
4 famb=26°C |
———————_
L~
’ ema 1]
001 =T I [
2 4mA 11
2mA
0,001 I
o 1 2V 0] 2 4 6 8V
F UCE——->-
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! sy ) I
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: rel kel * TeravmD
10 TS
N
10 R =500
famb™ +75°C B 0.8 l
—— 1] \‘ | ]
05 +25°C [ Tt T =SV ] \\ oo
I /lg=10ma A\ T
7 LT -25%¢ 0,617 ramp=25C \\
- i =50 pA \ \
L~ \
\
ol 0.4 5oo{\\ \
0,05
0,2 \\
0,01 0 il
1 5 10 50mA 10 50 100 500kHz
l —
F f—
t I ] [ I J 731467 ™
Us =5y
19
IOI'I, fp =50us
off %:o,os
10 T 17
us e lon
-—— '0"
a4\
N
6
\\ R =s00Q
4 T
L 100 Q
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<@> VDE giitebest'a‘tigtescBgeIYemeznt.!)

VDE quality tested device ')

Optoelektronisches Koppelelement
Optically Coupled Isolator

Aufbau Emitter: GaAs-Lumineszenzdiode
Construction Detektor: Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor

Anwendungen: Galvanische Trennung von Stromkreisen,
Riickwirkungsfreier Schalter

Applications: Galvanically separated circuits,
Non-interacting switches

Besondere Merkmale: Features:

@ Isolationsspannung 10 kV- @ Isolation voltage

@ Nenn-Isolations-Betriebsspannung ') ® Nominal isolation operating voltage ')
1500 V bzw. 1800 V- fiir Isolationsgruppe B 1500 V or 1800 V- for isolation group B
nach VDE 0110/11.72 according to VDE 0110/11.72

® Koppelfaktor typ. 0,5 @ Current transfer ratio (CTR) typ. 0.5

@ Isolations-Luftstrecke > 9 mm @ [solation air path > 9 mm

@ Isolations-Kriechstrecke > 12 mm @ Isolation leak path > 12 mm

@ Fiir Stromkreise mit Eigensicherheit @ Suitable current with intrinsic safety
(Ex) i G5 geeignet?) (Ex)i G5?)

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

[—T76%07 —uy A c
|
4 T
- S == I R
1
L ! | — I
154 | 3;5 <033 —> I
0‘5310,05 -1 I |
1524 22 f= L_ ——— —
19,5 fe—— 7679 o
K E
A c
— ™
Kunststoffgehéduse
I e — Plastic case
~ JEDEC TO 116
Gewicht - Weight
K '?' 5595 max. 1,59

1) Nach DIN-Testreihe isolationsfest und funktionsbestandig gemas VDE-Priifbericht vom 22. 1. 1974
According to VDE test certificate dated 22. 1. 1974

?) nach Priifschein Nr. lll B/E-26 507 U der PTB
According to test certificate Nr. lll BIE-26 507 U of PTB
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Isolationspriifgleichspannung
DC isolation voltage
t=1 min

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb =25°C

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Sender
Emitter

Sperrspannung
Reverse voltage

' DurchlaBstrom
Forward current

StoBdurchlaBstrom

Forward surge current

t

P <

T= 0,001, Ip= 10 ps
Verlustleistung
Power dissipation

famb = 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Empféanger
Detector

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter

Emitter-Kollektor-Sperrspannung
Emitter-collector voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom

Peak collector current

P_ <

T 0,5, Ip= 10 ms

Verlustleistung

Power dissipation
Tamb = 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

') bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
related to normal climate 23/50 DIN 50014
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’stg

UBR)CEO
Ueco

Ic

Icm

10

250
-55 ... +100

50

1,5

120
100

32

50

100

130
100

kv

mW
°C

mA

mwW
°C

mA

mA

mwW
°C
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Elektrische KenngroBen Min. Typ. Max.
Electrical characteristics

tamb = 25°C
Isolationspriifgleichspannung

DC isolation voltage
t=1min Uis*™) b} 10 kV

Isolationswiderstand
Isolation resistance

U;jg = 1000V, 40% rel. Feuchte Rijg*") D) 10" Q
rel. humidity
Kollektorstrom
Collector current
Ig=10mA, Ugg =5V Ic™ 2,5 5 mA
Ig=20mA, Ugg =5V Ic 5 10 mA
Koppelfaktor
Current transfer ratio IC
Ig =10mA, Ugg =5V k= I_ 0,25 0,5
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung F
Saturation voltage, collector-emitter
IF =10 mA, IC =1mA UCEsat *) 0,3 \
Grenzfrequenz
Cut-off frequency
Ig=5mA Ugg=5V,R =100Q fg 170 kHz
Koppelkapazitat
Coupling capacitance
f =500 kHz Cy 0,3 pF

Schaltzeiten
Switching characteristics
Ug=5V,Ic=5mA R_=100 Q, siehe MeBschaltung
see test circuit

Verzdgerungszeit q 1,8 us
Delay time

Anstiegszeit I 1,6 us
Rise time

Einschaltzeit ton 3,4 us
Turn-on time

Speicherzeit Ig 0,3 us
Storage time

Abfallzeit i 1,7 us
Fall time

Ausschaltzeit loff 2,0 us

Turn-off time

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, ') bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
related to normal climate 23/50 DIN 50014
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IIimA
0o

RG=50Q
L
=005

1p = 50 us

MeBschaltung fir:

Test circuit for: It Ig s

Sender
Emitter

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig =50 mA

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I =100 pA

Empfanger
Detector

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter

IC=1mA

Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current
UCE= 20V,1F=0,EA=0

*) AQL = 0,65%

222

mn

r——

50Q

+5v

c Ic=5mA,
durch Eingangsamplitude einstellen

adjusted through input amplitude

| Oscilloscope
0 Rz 1MQ
————O C_ =20pF
Kanal I
Channel 11
76 1409 Tfk

Min. Typ. Max.

Ug* 12 16

Usr) "

UBrycEO™ 32

10 200

nA
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| l I l I ’ 731405 THk ? I I 1 l [ 731404 T
Ug=sv | i Ug= sV
Ic R =100 / / Ic R = 1000 /
4 / /
4 16 7/ 74
mA /4 mA 4
lamb= +75°C famp = +75 °C 4
14
3 [ inn 12 / /'* 25°C y
+25°C / //
/
10 -25C
2 8 /
/
6 Y,
p. -25%C //
1 ,/ 4
2 %
/|
o
o] 2 4 6 8 mA o] 10 20 30 40 mA
Ie—» [ —=—
F F
? E T% 741467 Th ? [1] 1F=20;|AJ[/{4" 731406 Tk
- 2-0.01 c P11 16ma r
- 15=50 us s o 4T
9 - 1amA
1,0 / mA el e
A 7 ] o [ I L;_
-/ L4 12 mA L
[/ 6 /V ”/ ,
T
fampb =100°C] / il 10mA ;E
0a [2sc 1Pa T
= Ugg=5V 8mA
a1l famp=25C L1
—'———_—
| | =
I 6mA [ ||
0,01 ™7
T I
2 4mA F—_‘
2ma | ||
0,001 p 4 I
[o] 1 2V UF . 0 2 4 6 8V
e
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t }Hf” 74 1403 Tk
Ug=5V
k R =100 Q
L]
sele
I
10
famb = +75°C [
05 "— 425: I~
7 pe -25°%C
> d
L~
0,1
0,05
0,01
1 5 10 50 mA
1 —
F
* vusm
1
UCEsat famb =25°C ’
400 ”
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<@> CNY 36 - CNY 37

Optoelektronischer Gabelkoppler
Photon coupled interrupter modules

Aufbau Emitter: GaAs Lumineszenzdiode
Construction Detektor: Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor

Anwendungen: Optoelektronische Abtast- und Schalteinrichtung z. B. fir Farbmaskenerkennung,
Codierscheibenabtastungusw.

Applications: Opto-electronic scanning and switching devices i. e., colour brand coded recep-
tion, coded disk scanning etc. (opto-electronic encoder assemblies for trans-
missive sensing)

Besondere Merkmale: Features:
@® Kompakte Bauform ® Compact construction
® CNY 36 fir Leiterplattenmontage ® CNY 36forprinted circuitboard construction
@ CNY 37 mit Befestigungsflanschen @® CNY 37 with mounting flange
@ Kein Justieraufwand ® No selting efforts
@ Kontaktloser Schalter, dadurch hohe ® No contact switching, therefore, high
Zuverlassigkeit reliability
® Kunststoff-Gehause @ Plastic case

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

LICHTEMPFINDLICHE ZONE 02 UM DIESEN SCHNITTPUNKT LICHTEMPFINDLICHE ZONE =2 UM DIESEN SCHNITTPUNKT
RADLATION SENSITIVE ZONE 62 AT _IHI_CROSSOUER RADLITION SIASITIVE ZONE 02 47 THE CROSSOLER
- 126 - sos S /
-13,05""" — TR ! e | . R
L / - s
H [
§ v b ‘
[ - —
i | 1 i '
| 10,2 | 102
Jo0s | o i |
| —+—o | — l
| | i f oL
| ‘ o T ' L
i 2 76 °‘.5_|I|'..1‘L7
u |24 u.. ﬁ 254 f

——l2sale |

‘ - 64
SRR Ol 51O

|

— =t ——1 64
i
|

E + | i - o]
CNY 36 CNY 37
A c
r—tr—T-T—1
| Pl !
|l e x = D | ;
| I | Kunststoffgehause
AN Y O I Plastic case
K €
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CNY 36 - CNY 37

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb =25°C
Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Maximal zulassige Lottemperatur
Soldering temperature, maximal
t=<3s
Abstand vom Gehduse =2 mm
Distance to the case

Sender
Emitter

Sperrspannung
Reverse voltage

DurchlaBstrom
Forward current

StoBdurchlaBstrom
Forward surge current

t

P_ <

T = 0,01, tp =0,1ms
Verlustleistung
Power dissipation

famb = 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Empfanger
Detector

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter

Emitter-Kollektor-Sperrspannung
Emitter collector voltage

Kollektorstrom
Collector current

Verlustleistung
Power dissipation
famb =25°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

226
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Isd

UBRr)ceo
Ueco

Ic

250
-25... +85

245

60

100
+85
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100
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°C
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CNY 36 - CNY 37

Elektrische KenngréBen Min. Typ. Max.
Electrical characteristics

famb = 25°C

Kollektorstrom
Collector current
Ucg =10V, Ig =20 mA Ic") 0,2 0,8 mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter
IC =25 pA, 1|: =20 mA UCEsat *) 0,4 \Y

Sender
Emitter

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig =20 mA U™ 1,5 \"

Durchbruehspannung
Breakdown voltage
IR =100 pA U(BR) *) 5 v

Empféanger
Detector

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
IC =1mA U(BR)CEO *)y 32 \"

Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current
Ucg=10V,Ig=0,Ep=0 Ieo™) 100 nA

*) AQL = 0,65%
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cQy 42

Optoelektronisches Koppelelement
Optically Coupled Isolator

Aufbau Emitter: GaAs-Lumineszenzdiode
Construction Detektor:  Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor

Anwendungen: Galvanische Trennung von Stromkreisen,
Rlckwirkungsfreier Schalter

c
[
o
£
2
X
2
3
L
c
o
3
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z
T
S
N
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£
2
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Applications: Galvanically separated circuits,
Non-interacting switches

Besondere Merkmale:

® Hermetisches Gehause @ Hermetically sealed case

@ |solationsprifspannung 500 V ® DC isolation voltage 500 V

® Kleine Koppelkapazitat ® Low coupling capacity

@ Koppelfaktor typ. 1,0 @ Current transfer ratio typ. 1.0

® Geringer Temperaturkoeffizient ® Low temperature coefficient of the current
des Koppelfaktors transfer ratio

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

g48 857 05 A c
f_ F——t——4—n
| l
] { — |

(

T I
le—53 13 L

K E

Kathode mit Gehéause verbunden
Cathode connected with case

DIN 18 A4
JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
max. 05 g

B 2/V.2.399/0175A 1 229



CQY 42

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Isolationspriifgleichspannung
DC isolation voltage
t=1min

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb =25°C

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Sender
Emitter

Sperrspannung
Reverse voltage

DurchlaBstrom
Forward current

StoBdurchlaBstrom
Forward surge current
p =1ps

Verlustleistung
Power dissipation
tamb =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Empfanger
Detector

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter

Emitter-Kollektor-Sperrspannung
Emitter-collector voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom

Collector peak current
1

P <

T= 0,5, Ip= 10 ms

Verlustleistung
Power dissipation
tamb =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

') bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
related to normal climate 23/50 DIN 50014

230
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CQy 42

Elektrische KenngroBen Min. Typ. Max.
Electrical characteristics

’amb =25°C

Isolationspriifgleichspannung
DC isolation voltage
t=1 min Uis*™ " 500 v

Isolationswiderstand
Isolation resistance
Ujs = 500V, 40%relative Feuchte Ris™ " 10'° Q
relative humidity

Kollektorstrom

Collector current

UCE=5V, 1F= 5mA [C*) 4 mA

Ig =10 mA Ic™ 4 10 mA

Koppelfaktor
Current transfer ratio IC

Ucg =5V, Ig=10mA k=E*) 0,4 1,0
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter

IC =1mA, IF =5mA UCEsat*) 0,3 \
Grenzfrequenz
Cut-off frequency

Ucg=5V,Ic=5mA R =100Q fg 170 kHz
Koppelkapazitat
Coupling capacitance

f =500 kHz Ck 1,6 pF

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, ') bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
related to normal climate 23/50 DIN 50014
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CQY 42

Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics

Ic =5mA R _=100Q, Ug=5 V, siehe MeBschaltung
see test circuit

Verzégerungszeit q 18
Delay time

Anstiegszeit I 16
Rise time

Einschaltzeit ton 34
Turn-on time

Speicherzeit lg 0,3
Storage time

Abfallzeit i 1,7
Fall time

Ausschaltzeit Loff 2,0

Turn-off time

J—_—limA a
[o] I.=5mA,

1
c c
Rg = 50 Q —l durch Eingangsamplitude einstellen
; adjusted through input amplitude
P_
- =0,05 I
! |
p =50pus B J Oscilloscope
O Ry =
Kanal | " L=1ma
Channel 1 S C|_ =20pF
Kanal 1l
Channel 11
50 Q 100 Q
76 1409 Tik

MeBschaltung fir: et t
Test circuit for: r i ldr fs
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CQy 42

Sender Min. Typ. Max.
Emitter

DurchlaBspannung

Forward voltage
Ip = 10 A Us) 115 v
IF = 50 mA UE') 1,25 15 Vv

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
1 F=10mA I$ 4 Q

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
IR =100 pA U(BR)*) 4 \'

Sperrstrom
Reverse current
Ugr=2V IR 2 nA

Kapazitat
Capacitance
U =0, f= 500 kHz CD 140 pF

Empféanger
Detector

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector emitter breakdown voltage
Ig=1mA U(BR)CEO*) 32 \Y

Emitter-Kollektor-Durchbruchspannung
Emitter collector breakdown voltage

Ig = 100 pA UBRECO 4 v
Kollektordunkelstrom

Collector dark current
UE=20V,[g=0,E,=0 Ieo”) 5 100 nA

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Collector emitter capacitance
UCE =5V, f = 500 kHz CCEO 24 pF
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CQy 80

Optoelektronisches Koppelelement
Optically Coupled Isolator

Aufbau Emitter: GaAs-Lumineszenzdiode
Construction Detektor: Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor

Anwendungen: Galvanische Trennung von Stromkreisen, riickwirkungsfreier Schalter

Applications: Galvanically separated circuits, non-interacting switches

Besondere Merkmale: Features:
@ Isolationspriifspannung 4 kV- @ /solation voltage 4 kV —
@ Mini-DIP-Gehause ® Mini-DIP-case
® Kleine Koppelkapazitat typ. 0,3 pF @ Low coupling capacity typ. 0.3 pF
@ Koppelfaktor typ. 0,6 @ Current transfer ratio typ. 0.6
® Geringer Temperaturkoeffizient des ® Low temperature coefficient of the CTR
Koppelfaktors

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

bl
! r
s oo | 1
_ ‘ | |
3.3 , ! ,f( :
o f S
2,54 = -~ T T -71T
85 b e —= 61 2 1-3
6 5 4
e = Emitter: 1 Anode Kunststoffgehause
2 Kathode Plastic case
- — - — 3 Nicht angeschlossen Gewicht - Weight
o Non connected ca. 0,7g
T Detektor: 4 Emitter
5 Kollektor
6 Basis

B 2/V.2.355/1174A2 237



CQy 80

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Isolationspriifgleichspannung
DC isolation voltage
t=1 min

Gesamtverlustleistung

Total power dissipation
 lamb =25°C
Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Maximal zulédssige Lottemperatur
Soldering temperature, maximal
t=3s
Abstand vom Gehduse = 2 mm
Distance to the case

Sender
Emitter

Sperrspannung
Reverse voltage

DurchlaBstrom
Forward current

StoBdurchlaBstrom
Forward surge current
t

P
T 0,001, tpé 10 ps

Verlustleistung
Power dissipation

famb =25°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Empfanger
Detector

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Breakdown voltage, collector-emitter

Emitter-Kollektor-Sperrspannung
Emitter-collector voltage
Kollektorstrom
Collector current
Kollektorspitzenstrom
Collector peak current
P_ =
T= 0,5, tp._- 10 ms
Verlustleistung
Power dissipation

famb =25°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

1) bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
related to normal climate 23/50 DIN 50014
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CQy 80

Elektrische KenngréBen Min. Typ. Max.
Electrical characteristics

’amb =25°C

Isolationspriifgleichspannung
DC isolation voltage
t=1 min Uis™) b} 4 kV

Isolationswiderstand
Isolation resistance
Ujs = 1 kV, 40% relative Feuchte Ris*™" 10'? Q
relative humidity

Kollektorstrom
Collector current

UCE=5V, IF=10mA Ic*) 2,5 6 mA
Ig =20 mA Ic™ 4,0 12 mA
Koppelfaktor
Current transfer ratio IC
UCE=5V, IF= 10 mA k= E *) 0,25 0,6

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Saturation voltage, collector-emitter
IC =1 mA, IF =10 mA UCEsat ') 0,3 \)

Grenzfrequenz
Cut-off frequency
UCE=5V,IF=10mA,RL=1OOQ fg 170 kHz

Koppelkapazitat
Coupling capacitance
f =500 kHz Ck 0,3 pF

Schaltzeiten
Switching characteristics

Ug=5V,Ic=5 mA, R = 100 Q, siehe MeBschaltung
see test circuit

Verzégerungszeit q 1,8 us
Delay time

Anstiegszeit t 1,6 us
Rise time

Einschaltzeit fon 3,4 us
Turn-on time

Speicherzeit Is 0,3 us
Storage time

Abfallzeit t 1,7 us
Fall time

Ausschaltzeit loff 2,0 us
Turn-off time

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, ') bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
related to normal climate 23/50 DIN 50014
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CQy 80

__’_IimA
(o]

RG=SOQ

p
T =0,05

p=50us

76 1409 Tfk

MeBschaltung fir:

Test circuit for: v b id s

Sender
Emitter

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 50mA

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 pA

Empféanger
Detector

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector emitter breakdown voltage

IC =1mA

Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current

UCE = 20V, IF=O,EA =0

*) AQL = 0,65%

240

+5Vv
1,
F 1o lc =5 mA,
r _—— durch Eingangsamplitude einstellen
| adjusted through input amplitude
— |
| |
L R & J Oscilloscope
Kanal | © Ry =1ma
Channet 1 0 €y =20pF
Kanal 1l
Channel 11
50 Q 100 Q
Min. Typ. Max.
UF *) 12 16
5
*
Usriceo”) 32
*
ICO ) 10 200
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Foto-Schwelienwertschalter Photo Threshold Switch
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Monolithisch Integrierter Fotoschwellenwertschalter
Monolithic Integrated Photo Threshold Switch

Anwendungen: Belichtungs- und Beleuchtungssteuerung
Lichtschranken mit direkter Relaisansteuerung
Dammerungsschalter

Applications: Exposure and illumination control
Light barrier with direct relay control

Twilight switch
Besondere Merkmale: Features:

@ Integrierter Schalter und Fotoempfanger @ Integrated switch and photo detector
auf einem Chip on one chip

@ Extern regelbare Lichtempfindlichkeit @ External controlled light sensitivity

@ Extern regelbare Hysterese @ External controlled hysteresis

@ Endstufen mit offenem Kollektor @ Output stages with open collector
UCE=30V,IC=7OITIA UCE=30V,IC=70mA

@ Ruhestrom Igg = 2,5 mA ® Quiescent current Igg = 2.5 mA

Vorladufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

PLANFENSTER
FLAT WINDOW

Strahlungsempfindliche Flache
Radiant sensitive area

A=1mm?

Gehéduse

Case

~5G8 DIN 41873
~JEDEC MO 002 AG

//—b . . .
STRAHLUNGSEMPFINDLICHE FLACHE Gewicht - Weight
RADIANT SENSITIVE AREA 6837 max. 1,5 g

B 2/V.2.576/0475A1 243



A0

Fig. 1 Schaltung und AnschluBbelegung

Diagram and pin connections

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Versorgungsspannung
Supply voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
der Endstufen

Collector-emitter voltage

of the output stages

Kollektorstrom der Endstufen
Collector current of the output stages

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamb =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

244

Us

Uceo

Piot

lamb

Istg

761912

Ausgang Q4
Output

Inv. Ausgang Qo
Inv. output

Hysterese
Hysteresis

Us

Anode der Fotodiode

Pin

Anode of the photo diode

Schaltschwelle
Threshold

Temperaturkompensation 7
Temperature compensation

Bezugspunkt  -Ug
Reference point

15

30

70

400
125

-55..+ 70

-55..+125

8

mA

mwW
°C

°C

°C
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Warmewiderstand Min.

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung RindA
Junction ambient

Optische und elektrische KenngréBen
Optical and electrical characteristics

l‘amb =25°C

Versorgungsspannungsbereich Ug 5

Supply voltage range

Ruhestromaufnahme
Quiescent current

Kollektor-Dunkelstrom
Collector dark current Ieo™
UCE =5 V, EA =0

Absolute Empfindlichkeit Fig. 3

Sensitivity

R(ro) = ©° 5(10) )
Hysterese Fig. 4
Hysteresis

Ry =10kQ Asy
Wellenlange der maximalen Empfindlichkeit A

Peak wavelength sensitivity

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%) /10’5
Range of spectral bandwidth (50%)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Saturation voltage, collector-emitter

US =5V, IC =20 mA, UCEsat *)
Ic=50mA Ucesat™

Arbeitsfrequenz
Operating frequency
R(TO) = 50 kQ, AEHy =5% - E(TO) f

Schaltzeiten
Switching characteristics

US =5V, RL =1kQ, R(TO) =0..09, RH =0..090, ’amb =25°C

Anstiegszeit I
Rise time

Abfallzeit 1
Fall time

*) AQL = 0,65%, ') Normlichtart A

Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)

Typ.

2,5

3000

30
660

500 ... 860

100

100

Max.
250 °C/W
15 \Y
mA
50 nA
Ix
Ix
% S(TO)
nm
nm
0,3 \Y
0,4 \Y
7 kHz
ns
ns
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[]R(Tm dj

Fig. 2 Anwendungsbeispiel

Application note

? 761918
EA Ug=5V
\ R =150Q
Ry =10 kQ
1000 NANEIAL
Ix
\
100 E(Tu)\ E(10)
N
N
10
Fig.3
1 10 100 1000 kQ
Rroy—
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761916
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E_A famb=25°C
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%
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\\\ N 8v
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40 0 o v
~\\\
20 N A,
N
N
0 Fig.4
1 10 100 kQ
RH —
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Abfallzeit A 45 Absolute maximum ratings A 20
Absolute Empfindlichkeit A 10 Absolute temperature A 11
Absolute Grenzdaten A 20 Accessories A 57

Absolute spektrale Empfindlichkeit A 10 Actinity A 3

Absolute Temperatur A11 Ambient temperature A 11
Abstrahlwinkel A 15 Ambient temperature range A 11
Aktinitdat A 3 Angle of half intensity A 15
Anstiegszeit A 45 Angle of half sensitivity A 15
AQL A48 AQL A48

Ausschaltzeit A 45 Assembly instructions A 50

B B

Beleuchtungsstdrke A 4/A5 Breakdown voltage A 13

Bereich der spektralen Empfindlichkeit A15
Bestrahlungsstarke A 4

Cc Cc

Candela A 4 Candela A 4

Current transfer ratio A 7 Case temperature A 11
CTR (k) A7 Characteristics A 21

Collector current, Measurement of A 44
Collector dark current A 6

Collector dark current, Measurement of A 42
Collector-emitter capacitance A 3
Collector-emitter saturation voltage A 14

Collector-emitter saturation voltage,
Measurement of A 43/A 44

Collector-emitter voltage, Measurement of A 42
Collector light current A 6

Collector light current, Measurement of A 42
Colour temperature A 12

Cooling plates, Calculation of A 52ff.
Couplers, technology A 31

Coupling capacity A 4

CTR (k) A7

Current transfer ratio A7

Cut-off frequency A 5

D D

Differentieller DurchlaBwiderstand A 9 Dark current A 6

Dioden-Kapazitdat A 4 Delay time A 45

Dunkelsperrstrom A7 Detector devices, operation principle A 25
Dunkelsperrstrom, Messung des A 41 Detector devices, technology A 28
Dunkelstrom A 6 Differential forward resistance A 9
Durchbruchspannung A 13 Diode capacitance A 4

DurchlaBspannung A 14~
DurchlaBspannung, Messung der A 37
DurchlaBstrom A 6
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Einschaltzeit A 45

Emitterbauelemente, Technologie A 26
Emitterbauelemente, Wirkungsweise A 23
Empfangerbauelemente, Technologie A 28
Empfangerbauelemente, Wirkungsweise A 25
Empfindlichkeit A 10

Empfindlichkeit, Bereich der spektralen A 15

F

Farbtemperatur A 12
Foto-Darlingtontransistor, Technologie A 29
Fotodioden, Technologie A 29
Fotoelemente, Technologie A 28
Foto-PIN-Diode, Technologie A 29
Fotospannung A 15

Fotostrom A7

Fototransistor, Technologie A 29

G

Geh&usetemperatur A 13
Grenzdaten, absolute A 20
Grenzfrequenz A5

H

Halbwertsbreite, spektrale A15
Hellsperrstrom A7
Hellsperrstrom, Messung des A 41
Hellstrom A 5

Isolationsspannung A 14

K

KenngroBen A 21

Klimatische Bedingungen A 57
Kollektor-Dunkelstrom A 6
Kollektor-Dunkelstrom, Messung des A 42
Kollektor-Emitter-Kapazitat A 3
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung A 14

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung,
Messung der A 43/A 44
Kollektor-Emitter-Sperrspannung,
Messung der A 42

Kollektor-Hellstrom A 5
Kollektor-Hellstrom, Messung des A 42
Kollektorstrom, Messung des A 44
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E

Effective radiant power A 16

Emitter devices, operation principle A 23
Emitter devices, technology A 26
Environmental conditions A 57

F

Fall time A 45

Flat window A 55

Forward current A 6

Forward voltage A 14

Forward voltage, Measurement of A 37

H

Heat removal A 51

I

llluminance, illumination A 4/A 5
Irradiance, irradiation A 4
Isolation voltage A 14

J

Junction capacitance A 4
Junction temperature A 12



Koppelelemente, Technologie A 31
Koppelkapazitat A4

Kuhlbleche, Kiihlkorper, Berechnung der A 52ff.
KurzschluBempfindlichkeit A 10
KurzschluBstrom A6

KurzschluBstrom, Messung des A 42

L

Lagerungstemperaturbereich A 15
Leerlaufempfindlichkeit A 10
Leerlaufspannung, Messung der A 42
Leuchtdioden, Physik A 23ff.
Leuchtdioden, Technologie A 27
Leuchtdichte A 8

Linsen A 55

Lichtmenge A9

Lichtstarke A7

Lichtstarke, Messung der A 40
Lichtstrom A 16

Lottemperatur A 50/A 51
Lotvorschriften A 50
Lumineszenzdioden, Physik A 23ff.
Lumineszenzdioden, Technologie A 26

M

Matchingfaktor A 8
MeBtechnik A 37
Montagevorschriften A 50

N
Normlichtart A A 4
Nutzbarer StrahlungsfluB A 16

o
Offnungswinkel A15
Optische Eigenschaften A 55

P
PIN-Diode, Foto- A 28/A 29
Planfenster A 55

Raumwinkel A 17
Relative spektrale Empfindlichkeit A 10

L

Lenses A 50

Light current A5

Light emitting diodes, physical theory A 23ff.
Light emitting diode, technology A 27

Light reverse current A7

Light reverse current, Measurement of A 41
Luminance A 8

Luminance existance A 9

Luminescence diodes, physical theory A 23ff.
Luminescence diodes, technology A 26
Luminous flux A 16

Luminous intensity A7

Luminous intensity, Measurement of A 40

M
Matching factor A 8
Measurement techniques A 37

o

Open circuit voltage, Measurement of A 42
Optical characteristics A 55

P

Photo current A 7

Photo Darlington transistor, technology A 29
Photodiodes, technology A 29

Photo PIN diode, technology A 28/A 29
Phototransistor, technology A 29
Photovoltaic cells, technology A 28

Q

Quantity of light A 9

R

Radiance A 8

Radiant energy A 9

Radiant existance A 9

Radiant flux (see Radiant power)
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S

Schaltzeiten A 44

Spektrale Empfindlichkeit A 10
Spektrale Halbwertsbreite A15
Speicherzeit A 45
Sperrschichtkapazitat A4
Sperrschichttemperatur A 12
Sperrspannung, allgemein bei Transistoren A13
Sperrspannung A 15
Sperrspannung, Messung der A 38/A 40
Sperrstrom A7

Spezifische Ausstrahlung A 9
Spezifische Lichtausstrahlung A 9
Strahldichte A 8

Strahlstdarke A 6

Strahlung A 23
Strahlungsempfindliche Flache A 3
StrahlungsfluB A 16

StrahlungsfluB, Messung des A 38
Strahlungsleistung (s. StrahlungsfluB)
Strahlungsmenge A 9

T

Temperatur, absolute A 11
Temperaturkoeffizient A 12
Typenbezeichnungssystem A 1

U

Umgebungstemperaturbereich A 11

\'/

Verzdgerungszeit A 45

w

Warmeableitung A 52
Warmewiderstande A 21

4
Zubehor A 57
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Radiant intensity A6

Radiant power A 16

Radiant power, Measurement of A 39
Radiant sensitive area A 3

Radiation A 23

Range of spectral bandwidth A 15
Reverse continuous dark current,
Measurement of A 41

Reverse current A 7

Reverse voltage A 15

Reverse voltage, Measurement of A 39/A 40
Rise time A 45

S

Sensitivity A 10

Sensitivity, open circuit A10
Sensitivity, short circuit A 10
Short circuit current A 6

Short circuit current, Measurement of A 42
Soldering instructions A 50
Soldering temperature A 50/A 51
Solid angle A17

Spectral half bandwidth A 15
Spectral sensitivity A 10
Standard illuminant A A 4
Storage temperature range A 13
Storage time A 45

Switching characteristics A 44

T

Temperature coefficient A 12
Thermal resistances A 21
Turn-off time A 45

Turn-on time A 45

Type designation A 1



Anschriften Adresses







AEG-TELEFUNKEN
FACHBEREICH HALBLEITER
Vertrieb

Postfach 1109
7100 Heilbronn
Tel.: /7131) 8821 - Telex 07-28 746

Auskiinfte iiber unser Produktionsprogramm erteiit:

AEG-TELEFUNKEN
Bauelemente — AuBenvertrieb:

1000 Berlin 33, Hohenzollerndamm 150
Tel. (030) 82821 71-3, Telex 01-83 581

2000 Hamburg 36, Stadthausbriicke 9
Tel. (040) 3498-3 17, Telex 02-11 609
319

3000 Hannover, AlemannstraBe 17
Tel. (0511) 16 78-1, Telex 09-21 318

4000 Diisseldorf, BagelstraBe 104
Tel. (0211) 460061, Telex 08-584 857
6708235

6230 Frankfurt 83, Postfach 830009
Tel. (06 11) 7371 24, Telex 04-14 477
730146

7032 Sindelfingen, Untere Vorstadt 9
Tel. (07031) 87 50 84-86, Telex 07-265 626

7730 VS-Villingen, LuisenstraBe 9
Tel. (077 21) 59065, Telex 07-921 512

8000 Miinchen 19, ArnulfstraBe 199
Tel. (089) 1305-6 52, Telex 05-23916

8500 Niirnberg 1, LorenzerstraBe 19
Tel. (09 11) 22 3892, Telex 06-22 571
226006,
2018-340

Distributoren:

Distron
1000 Berlin 33, Mecklenburgische StraBe 24 b
Tel. (030) 823 3064/65, Telex 01-85 478

ENATECHNIK-ELEKTRONIK
DISTRIBUTOR
2085 Quickborn, SchillerstraBe 14

Tel. (041 06) 6 12-1, Telex 02-13 590

RTG E. SPRINGORUM KG
4600 Dortmund, BronnerstraBe 7
Tel. (0231) 5792 52, Telex 08-22 534

BERGER-ELEKTRONIK GmbH
Mansfeld GmbH u. Co. KG.
Distributor elektr. Bauelemente
6000 Frankfurt, Am Tiergarten 14
Tel. (06 11) 4903 11, Telex 04-12 649

elecdis

Karl Ruggaber KG

7250 Leonberg-Eltingen, HertichstraBe 41
Tel. (071 52) 47081, Telex 07-24 192

POSITRON
Bauelemente-Vertriebs-GmbH
7730 VS-Villingen, Niedere StraBe 64
Tel. (077 21) 590 84, Telex 07-921 515

ELECTRONIC 2000 Vertriebs GmbH
8000 Miinchen 80, Neumarkter StraBe 75
Tel. (089) 434061, Telex 05-22 561

257




AEG-TELEFUNKEN
FACHBEREICH HALBLEITER
Export
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Tel.: 8821 - Telex: 07-28 746
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AEG-TELEFUNKEN

40, Rue Souveraine

B-1050 Bruxelles

Tel.: 5127940
5133970
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GroBbritannien

AEG-TELEFUNKEN (UK) Ltd.
Bath Road
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Berkshire

Tel.: 872101

Telex: 847541

Italien

AEG-TELEFUNKEN Societa
ltaliana per Azioni

UTECO 397
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Milano

Tel.: 92798

Telex: 31473
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Interexport
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Tel.: 620055
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Luxemburg

AEG-TELEFUNKEN
Luxembourg S.AR.L.
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Telex: 2513

Malta

L. Mifsud
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Sliema
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Telex: 22741
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AEG Amsterdam
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Telex: 11234
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AEG-TELEFUNKEN Norge A.S.
Dag Hammerskjglds vei 47
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N-Oslo 5
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Telex: 19961

Osterreich

Osterreichische
AEG-TELEFUNKEN G.m.b.H.
Briinner Str. 52
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Tel.: 381511/38 36 01
Telex: 74889

Polen

THM EXIMPOL S.A.
ul. Stawki 2/Etage 28
Postfach 810
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Telex: 814640

Portugal

AEG-TELEFUNKEN
Portuguesa S.AR.L.
Rua Joao Saraiva, 4/6
Apartado 5149
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Telex: 12173

E. van Hazebrouck KG
6000 Frankfurt/Main 1
Savigny-Str. 37
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Dalvéagen 10
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Luanda
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Albareda 138
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The Electronic
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Madagaskar
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ElectRa S.A.

4, Rue Canizares
Casablanca

Tel.: 62861/62
Telex: 22933

Réunion

Société Industrielle &
Commerciale de 'Emyrne
B.P.9

Saint-Denis

Tel.: 1023

Siidafrika

Impectron (Pty) Ltd.
P.O.B. 10262
Johannesburg, 2001
Tel.: 2213 16/86
Telex: 80174

Mittel- und Siidamerika

Bolivien

Metal Ltda.

Plaza Venezuela 1426
Casilla 484

La Paz

Tel.: 247 67,29506

Brasilien

AEG-TELEFUNKEN

do Brasil S.A.

Rua Tabaré 551

Campo Grande

Santo Amaro

Caixa Postal 2020 u. 8557
Sao Paulo

Tel.: 247-0122

Telex: 1123558

Ecuador

Telecuador Co. Ltda.

Avda Colon 430
P.O.Box 291A
Quito

Tel.: 2137 81

Jamaika

Wonards Radio Kingston
Engineering Ltd.

551/2 Church St.
Kingston

Tel.: 25195-8

Mexiko

TELEFUNKEN Mexicana
S.A.de C.V.

Poniente 146 No. 730
Aptdto. Postal 75-158
Mexico 16, D.F.

Tel.: 5679233

Telex: 1775681

Uruguay

Ernesto Quincke S.A.
Cerro Largo 851-879
Casilla Correo 379
Montevideo

Tel.: 897 21

Telex: 398122

Venezuela

AEG-TELEFUNKEN
VENEZOLANA S.A.

Boleita Norte

Calle Vargas

Apartado de Altamira 68912
Caracas 106

Tel.: 3614 11
Telex: 25342
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Nordamerika

Kanada

Bayly Engineering Ltd.
167, Hunt Street

Ajax Ontario, L1 S1 P6
Tel.: 839-1101-1104
Telex: 06981293

USA

AEG-TELEFUNKEN
Corporation

570, Sylvan Avenue
Englewood Cliffs/
New Jersey 07632
Tel.: 568-8570
Telex: 135497

Asien

Bahrain

Mahmood Abdulnabi Bushiri
P.O.B. 91

Bahrain

Tel.: 53487

Burma

Myanma Export Import
Corporation (Agency Division)
No. (77/91) Sule Pagoda Road
P.O.B. 404

Rangoon

Tel.: 13429, 18164

Hongkong und Makao

Jackson Mercantile
Trading Co. Ltd.

57, Ta Chuen Ping Street
2nd Floor

Kwai Chung

N.T., Hong Kong

P.O.B. 2904

Tel.: 12-244121-8
Telex: hx 74774
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Irak

The Swiss Watch Co. W.L.L.
Rashid Street

Baghdad

Tel.: 82476,84533

Iran

AEG-TELEFUNKEN IRAN
Kh. Karim-Khan Zand
AEG-Building

Teheran

Tel.: 827143-7/830341-5
Telex: 2679

Israel

ELOTAS

Electro-Vista Industries Ltd.
P.O.Box 2659

Tel Aviv

Tel.: 269-930

Telex: 3-2387 IL

Jordanien

The Jordan Educational Co., Ltd.

King Hussein Street
P.O.B. 383

Amman

Tel.: 24122/23

Kuweit

Salim Huneidi & Co.
P.0.B. 102

Kuweit

Tel.: 810122

Singapore

Seow Kuan Co. (Pte.) Ltd.
4-6, Dhoby Ghaut
Singapore 9

Tel.: 30351/52

Zypern

P.M. Tseriotis Ltd.
P.O.B. 1261
Nicosia

Tel.: 23121/26
Telex: 2534

Australien und
Ozeanien

Australischer Bund

Amalgamated Wireless
(Australasia) Ltd.

47, York Street
G.P.0.Box 2516
Sydney N.S.W.2001
Tel.: 20233

Telex: 21515

Fidschi-Inseln

Narseys Ltd.
G.B.O.Box 145
Suva

Tel.: 226 81

Neu-Kaledonien

Pacifique Radio Electricite
29, Rue Sebastopol

B.P. 352

Noumea

Tel.: 4050

Neuseeland

AWA

New Zealand Ltd.
Wineera Drive
P.O.B. 830

Porirna, Wellington
Tel.: 75-069
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Bauelemente
fiir Elektronik und
Nachrichtentechnik

Fachbereich Rohren - Postfach 4309 - 7900 Ulm

Components
for Electronics and
Telecommunication Systems

Empfanger- und Verstarkerrohren
Bildrohren fir Schwarz/WeiB- und Farbfernseh-
gerate

Verzégerungsleitungen fiir Farbfernsehen
Ablenkmittel fiir Fernsehbildréhren
Bauteile fiir Farbfernsehen
Spezialverstarkerréhren

Stabilisatoren, Thyratrons,
Kaltkathodenrdhren
Gasentladungs-Anzeigeelemente
Flussigkristall-Anzeigeelemente
Mikrowellenréhren, Mikrowellen-Bauteile
Senderdhren, Rontgenrdhren
Elektronenstrahlréhren fiir Oszillographen
Bildwandlerréhren, Bildverstarkerrohren
Bildaufnahmerdhren

Fotozellen, IR Detektoren

Receiving and Amplifying Tubes

Picture Tubes for Monochrome and

Colour TV sets

Delay lines for Colour TV sets

Deflecting units for TV Picture Tubes
Components for Colour TV sets
Special-purpose Amplifying Tubes
Stabilizers, Thyratrons, Cold-cathode
Tubes

Gas Discharge Display Elements

Liquid Crystal Display Elements
Microwave Tubes, Microwave Components
Transmitting Tubes, X-ray Tubes
Cathode-ray Tubes for Oscilloscopes
Image Converter Tubes, Image Intensifier Tubes
Camera Tubes

Photocells, Infra-red Detectors

Fachbereich Rohren - Werk Berlin - Starkstromkondensatoren

Drontheimerstr. 28-34 - 1000 Berlin 65

Funk-Entstormittel
MP-Kondensatoren fiir Gleich-
spannung

Motor-Kondensatoren
Kondensatoren fiir Entladungslampen
Glattungskondensatoren ab 1 kV
Leistungs-Kondensatoren

Noise suppressors

Metallised paper (MP) capacitors

d. c. applications

Motor capacitors

Capacitors for fluorescent lamps
Smoothing capacitors, ratings from 1 kV
Power capacitors

Fachbereich Halbleiter - Postfach 1109 - 7100 Heilbronn

Digitale integrierte Schaltungen
Lineare integrierte Schaltungen
Kundenspezifierte Schaltungen

in MOS-Technik

Transistoren und Dioden fiir
Industrie- und Konsumanwendungen
Optoelektronische Bauelemente
Sonderbauelemente

Digital Integrated Circuits
Linear Integrated Circuits
Custom design MOS-Circuits

Transistors and Diodes for

Industrial and Consumer applications
Optoelectronic Devices

Special Devices

Fachbereich Bauteile NSF - Postfach - 8500 Niirnberg 107

Al-Elektrolytkondensatoren
Tantal-Kondensatoren
Kunststoff-Folienkondensatoren
Keramik-Kleinkondensatoren
Schicht-Regelwiderstande und Schalter
Dickschichtschaltungen

Leiterplatten

Schaltdioden-Tuner

Digitale und elektronische Programmspeicher
Potentiometertasten

AEG-TELEFUNKEN

AL Electrolytic Capacitors

Tantalum Capacitors

Plastic foil Capacitors

Small Ceramic Capacitors

Potentiometers Carbon Composition and Switches
Thick film Circuits

Printed Circuits

Switch Diode Tuner

Digitale and electronic Programme Memory
Potentiometer Switching Units





